
智慧財產及商業法院行政判決  

113年度行專訴字第50號

民國114年4月23日辯論終結

原      告  印能科技股份有限公司

代  表  人  洪誌宏 

訴訟代理人  呂紹凡律師 （兼上一人及次二人送達代收人）

            吳雅貞律師

            洪珮瑜專利師

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威 

訴訟代理人  劉聖尉 

參  加  人  歐門科技股份有限公司

代  表  人  林俊安 

訴訟代理人  江國慶專利師 

            洪聖濠律師（兼上二人送達代收人）

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11

3年7月29日經法字第11317303850號訴願決定，提起行政訴訟，

並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

　　主  文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、程序事項：

　　原告原起訴聲明第二項為：「被告對申請第110103942號

『利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法』發明專利請求項

1至6應作成『舉發不成立』之審定。」（本院卷一第13

頁），於被告為本案之言詞辯論前，在民國114年1月15日具

狀變更（撤回）該項聲明（本院卷一第367頁），核於公益
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之維護無礙，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應

予准許。

貳、爭訟概要：

　　原告前於110年2月1日以「利用增加氣體密度抑制材料翹曲

的方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6項，經被

告准予專利（公告號第1740779號，下稱系爭專利）。 嗣參

加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，對之

提起舉發。被告以113年1月24日（113）智專議（二）04181

字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成

立，應予撤銷」之處分（下稱原處分，原證2），原告不

服，提起訴願，經經濟部以同年7月29日經法字第000000000

00號訴願決定駁回（原證3），原告不服，向本院提起訴

訟。本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決定及原處

分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加

人獨立參加被告之訴訟。

參、原告主張要旨及聲明：

一、舉發人就舉發事由負有舉證之責任，專利專責機關「僅」就

舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查，專利專責機關職

權審酌舉發人未提出之理由及證據時，「應」具體闡明並通

知專利權人給予陳述意見及答辯機會。參加人之舉發理由書

援引原證4（即舉發之證據1）為「主要引證」進行技術特徵

比對，原證5（即舉發之證據1）則為「補強證據」只少量引

用圖8至9、說明書【0066】至【0075】等部分段落，原處分

竟以原證5為「主要引據」進行技術特徵比對，甚而於參加

人不曾主張之前提下，逕自認定原證5單獨即足證明系爭專

利請求項1不具進步性云云，已明顯逾越參加人主張範圍，

被告依職權審酌參加人未提出之舉發理由，卻未依法闡明及

通知原告限期答辯，違反專利法第75條、行政程序法第102

條規定，且專利權人既已無從於訴訟程予中針對權利範圍進
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行更正，專利權人之更正利益「當然」受到影響，原處分程

序違法情形，已影響原告更正利益，無從因嗣後於訴願或訴

訟程序中給予原告答辯機會而補正，應予撤銷。

二、由系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑

制材料翹曲的方法」，以及說明書強調系爭專利遵循理想氣

體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度」分佈的

均勻性，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室

內「氣體」溫度；受加工物（半導體元件）為固體而非氣

體，若將「第一預定溫度」及「第二預定溫度」強加解釋為

「受加工物」於不同工作階段之溫度，勢必與系爭專利藉由

遵循理想氣體狀態方程式、控制處理腔室內氣體溫度及壓力

變化關聯性及技術手段之發明意涵，顯不相符。系爭專利申

請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」，

應解釋為「符合第一預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫

度值」及「符合第二預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫

度值，且該溫度低於第一預定溫度」。而「預定溫度」係處

理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫

度，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益證「預定

溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，故本

院請求項解釋似已不當引入請求項所未記載之技術特徵，而

有違反專利法第58條第4項之疑慮。

三、縱依本院請求項解釋，原證4及原證5所欲解決課題為因晶片

高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利

所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生

「晶圓翹曲」的問題，顯有不同。原證4及原證5與系爭專利

間之技術領域、所欲解決問題、功能及作用等既無明顯之關

連性，尤其，原證4及原證5皆沒有意識到溫差產生熱應力的

問題，通常知識者又如何會有動機參考原證4及5完成系爭專

利？在未有充分提示下，所屬領域具有通常知識者於面臨系
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爭專利欲解決之技術問題時，無從自該等先前技術中組合出

系爭專利的特定技術方案。故原證4、原證5之組合或原證

4、5、6之組合無法證明系爭專利請求項1至6不具進步性。

四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

肆、被告答辯要旨及聲明：　　　

一、原處分第8至9頁記載與舉發理由所主張爭點「依據證據1

（即原證4）及證據2（即原證5）之組合系爭專利請求項1違

反進步性」並無差異。又原處分以原證5第8至9圖及第8至9

圖對應之說明書相關段落說明比對系爭專利請求項1之技術

特徵，與舉發理由第4、6至8頁所載並無差異，即便原處分

引用原證5比對系爭專利請求項1之部分技術特徵與舉發理由

引用原證4比對系爭專利請求項1之部分技術特徵有所不同，

惟原處分引用原證5內容並未逸脫舉發理由所提證據及理由

之範圍，在無引入新證據及新理由之前提下，自難稱舉發審

定有依「職權審查」而未踐行交付原告答辯之情事，故原處

分並無違誤。　　 　　

二、本件以原證5為主要引證，依本院對於系爭專利申請專利範

圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋為

「受加工物於不同工作階段之溫度」，原證4、原證5之組合

或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進

步性。　　

三、聲明：駁回原告之訴。

伍、參加人答辯要旨及聲明：

一、原處分據以認定系爭專利不具進步性之原證4與原證5是於舉

發程序中已提出之證據，即非「舉發人未提出之理由及證

據」，被告於舉發人提出之爭點範圍內，依照參加人所提出

證據及理由為判斷，非屬專利法第75條之職權審查，原告主

張被告做成處分有程序上瑕疵應予撤銷並無理由。　　
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二、根據系爭專利請求項1之記載:「(b)使該處理腔室內的溫度

上升至一第一預定溫度….讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓

的工作環境中……(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定

溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續該

處理腔室輸入至少依該氣體…」，「第一預定溫度」、「第

二預定溫度」為利用加熱裝置提升或降低後之溫度。因為密

閉系統，熱能會均勻擴及腔室及被處理元件（晶圓）。加熱

處理腔室內氛圍氣體溫度分佈均勻，晶圓亦被予以加熱，如

此抑制半導體元件發生翹曲。

三、根據本院之解釋，以第一預定溫度、第二預定溫度為指受加

工物於不同工作階段之溫度為基礎，以原證5為主要引證，

原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專

利請求項1至6不具進步性。　　

四、聲明：駁回原告之訴。

陸、爭點（本院卷二第9至10頁）：

一、程序方面：原處分有無違反專利法第75條及行政程序法第10

2條規定？

二、如何解釋系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及

「第二預定溫度」之意義？

三、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步

性？

四、原證4、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項2不具進步

性？

五、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項3不具進步

性？

六、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項4不具進步

性？

七、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步

性？
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八、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步

性？

柒、本院的判斷：

一、應適用的法令：

　㈠系爭專利於110年2月1日申請，於同年8月10日審定准予專

利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108

年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）。

  ㈡依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術

思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技

術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成

時，不得取得發明專利。另發明專利權有違反同法第22條第

2項規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71

條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規

定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附

具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，

自應為舉發成立之處分。　

二、系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍及請求

項1之要件特徵解析，如附表1所示。至參加人所提引證（舉

發證據編號為證據1至證據3，如附表2所示。以下僅稱原證4

至原證6），其公開日皆早於系爭專利申請日，可作為系爭

專利之先前技術（相關技術內容及圖式如附表2所示）。

三、系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預

定溫度」之解釋：

　㈠核准時專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申

請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書

及圖式」。專利權範圍，係以申請專利範圍為準，而申請專

利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，核屬法律適用

之問題，就申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之

事項，無辯論主義之適用，法院不受當事人主張之拘束。本
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件當事人雖未明白爭執系爭專利之用語，然觀其等書狀內

容，隱含對系爭專利申請專利範圍之「第一預定溫度」及

「第二預定溫度」用語存有不同見解，故本院依職權命當事

人就上開用語表示意見後，即通知本院所為之解釋，並命其

等以此為基礎，就系爭專利有效性爭點進行攻防（本院卷一

第459頁、本院卷二第10、61頁）。　　　

　㈡系爭專利說明書所記載之技術手段聚焦於抑制「半導體元件

翹曲」，其中說明書第【0002】段記載晶圓(半導體元件)在

處理腔室內進行高溫高壓製程時，會因處理腔室內溫度分佈

的均勻性欠佳，導致「晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的

熱膨脹或熱收縮」，最終造成翹曲(warpage)」。說明書第

【0005】段再次強調系爭專利所欲解決的技術問題是習知晶

圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時經常由於處理腔室

內溫度分佈的均勻性欠佳導致該晶圓因各部位溫度差異產生

熱應力而翹曲(warpage)。說明書第【0007】段記載系爭專

利旨在提供一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法。上

開說明書段落表明系爭專利的核心技術係「抑制半導體元件

翹曲」，而翹曲的直接原因係「半導體元件各部位溫度差

異」。因此，系爭專利要解決的溫度均勻性問題，理應聚焦

於受加工元件本身的溫度均勻性，方能有效抑制翹曲，而系

爭專利說明書中受加工元件可為半導體元件(系爭專利說明

書第【0001】段)或晶圓(說明書第【0002】段)。故系爭專

利申請專利範圍中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應

解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」實更符合系爭專

利之技術思想與實際應用情境，亦較能體現系爭專利「抑制

半導體元件翹曲」之發明目的。

  ㈢原告雖主張「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加

工物」於不同工作階段之溫度，系爭專利請求項文字明確界

定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，說明書
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強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔

室內「氣體溫度分佈的均勻性」，可知系爭專利界定之「預

定溫度」應係指處理腔室內「氣體溫度」，由請求項中類似

用語「預定壓力」之意涵，益可證明「預定溫度」不可能為

「受加工物於不同工作階段之溫度」，「預定壓力」應係指

「該處理腔室內」的壓力，而不可能為「受加工物」於不同

工作階段之壓力，請求項體系上類似用語之「預定溫度」，

也不應該被解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度云云。

　　⒈系爭專利之名稱及請求項均載明其發明目的係「抑制材料

翹曲」，對所屬技術領域具通常知識者而言，所謂「材料

翹曲」係源自受加工物（系爭專利稱半導體元件或晶圓）

各層材料間因溫度差異或壓力差異產生熱膨脹或熱縮收所

導致，故控制被加工物上不同材料層之溫度及壓力分佈始

為系爭專利解決翹曲問題的關鍵所在。再者，系爭專利說

明書第【0002】段亦記載「……惟當晶圓於處理腔室內進

行高溫高壓相關製程時，經常由於處理腔室內溫度分佈的

均勻性欠佳，造成晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱

膨脹或熱收縮……晶圓上各層材料因壓差而產生應力及產

生振動現象，導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力，

並結合氣體壓力變化引發晶圓各層材料間因壓差產生應力

及產生振動現象而翹曲……」，足見系爭專利探討因溫度

或壓力不均導致翹曲現象之主體均是受加工物（即半導體

元件或晶圓），系爭專利中控制處理腔室內氣體溫度或壓

力之分佈均勻之最終目的在於透過熱平衡或氣壓平衡機

制，以期達到受加工物各材料層間溫度或壓力分佈均勻，

最終受熱或受壓主體仍為處理腔室內的受加工物，故原告

前開主張殊難憑採。

　　⒉此外，倘若「預定溫度」可解釋為處理腔室內「氣體溫

度」（僅為假設），則量測「氣體溫度」或如何定義「氣
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體溫度」達到「均勻」必然為系爭專利之技術核心，然綜

觀系爭專利說明書全文，均未提及如何量測處理腔室內之

氣體溫度，亦未記載如何定義腔室內「氣體溫度」已達原

告所主張之「均勻」，足見系爭專利之技術核心並非在於

控制「氣體溫度」，故原告此部分主張即無可採。

　㈣原告另主張系爭專利請求項中所界定之「預定壓力」係處理

腔室內的「氣體壓力」，故可類推「預定溫度」為「氣體溫

度」云云。惟對所屬技術領域具通常知識者而言，壓力和溫

度在物理性質上存有根本差異，氣體壓力在一密閉處理腔室

中可迅速達到均勻平衡，單一氣壓值或可代表整個腔室的壓

力狀態實為氣體固有之特性；溫度則不然，溫度受處理腔室

內之氣體或受加工物各層材料本身熱傳導速率、熱容及幾何

形狀等因素影響，腔室內之溫度易呈現不均勻分佈現象。簡

言之，即便處理腔室內氣體溫度本身已達到均勻，亦難稱受

加工物各層材料間已隨氣體溫度迅速同步達到溫度均勻而能

抑制翹曲，只有在受加工物各層材料達到溫度均勻時，方能

稱有抑制翹曲之效。基上，溫度與壓力係完全不同之物理

量，其量測方式與原理亦完全不同，故原告主張壓力與溫度

類推適用云云即不足採。　

四、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

　㈠「以原證5為主要引證，原證4為其他引證」之技術分析：

　　⒈被告及參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本

院卷二第150頁。關於原告所指原處分程序瑕疵，詳後第

十項所述），依此判斷系爭專利請求項1進步性之爭點，

即以選定之原證5，先與申請專利之發明的技術內容進行

差異比對，將其他引證即原證4，針對系爭專利申請專利

之發明所欲解決之技術問題，綜合考量原證5及原證4間之

技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑

或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關

01

02

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

03

21

22

23

24

25

26

27

28

29

04

05

06

07

08

09

10

9



引證是否已明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之

教示或建議等因素，判斷該發明所屬技術領域中具有通常

知識者是否有動機以原證5所揭露之技術內容為基礎，結

合原證4加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請專利之

發明（最高行政法院113年度上字第132號判決參照）。

　　⒉經本院閱覽兩造及參加人之陳述與參加人所提之原證5、

原證4之技術內容後，依智慧財產案件審理法第6條第4項

規定，通知兩造及參加人就「原證5圖16之實施例所揭露

之處理腔室之壓力P，是否與晶圓W之溫度T上升曲線與系

爭專利請求項1所界定「同時上升」相符？」之技術問題

表示意見（本院卷一第460頁之說明五），業經兩造及參

加人具狀並於準備程序及言詞辯論程序詳為辯論，本院即

得以之為裁判基礎。　

　　⒊原證5與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

　　　原證5說明書第【0072】段揭露「處理腔室100的內部為第

2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶

片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力變化所伴隨之晶圓W的起

伏」。原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室1

00的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9MPa(圖15之

步驟B2，圖16(b))」。其中「……處理腔室100的內部為

第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制

晶片C的翹曲……」以及「將處理腔室100的內部階段性地

加壓至第2壓力P2」均可對應系爭專利請求項1要件編號1A

「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包

括：」故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技

術特徵。

　　⒋原證5與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　　　　

      原證5說明書第【0028】段揭露「接合系統1中，如圖3及

圖4所示，將作為基板的晶圓W與多個晶片C接合。晶圓W例
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如係在矽晶圓或化合物半導體晶圓等形成有元件的半導體

晶圓(元件晶圓)。在晶圓W的表面形成有多個凸塊」。原

證5說明書第【0066】段及圖8揭露「接著，接合裝置30

中，如圖11所示，藉由移動機構130使上部腔室101移動至

上方，將處理腔室100開啟。然後，晶圓W被晶圓搬送裝置

41搬入至處理腔室100的內部，並傳遞至預先上升而待機

之升降銷160。此時，晶圓W的溫度為常溫，例如25°C」。

其中「基板的晶圓W與多個晶片C接合」可對應系爭專利請

求項1要件編號1B「複數個半導體元件」；其中「晶圓W被

晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部」可對應系爭

專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處

理腔室內」，故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1B

全部技術特徵。

　　⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：　

      ⑴原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的

內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的

工程B2……」。原證5說明書第【0088】段揭露「於工

程B2中，晶圓W雖然是以昇降銷160保持著，由於處理腔

室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓

W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150

（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1，

例如150℃以上」。原證5說明書第【0091】段揭露「當

處理腔室100的內部到達第2壓力P2時……晶圓Ｗ會被加

熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」。原證5說明書第

【0092】段揭露「將處理腔室100的內部維持在第2壓力

P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定

的時間，例如30分鐘……」。其中「工程B2中……由於

處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因

此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置
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台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫

度T1」、「……當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時

晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」，

及圖16中對應工程B2、B3之時間段，在該時間段中，晶

圓W溫度先上升至接近T1之後再上升至T2。

　　　⑵依前開說明書段落：

　　　　①其中「晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2」可對應系爭專

利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升

至一第一預定溫度」；　　　　

　　　　②其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力

P2將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，

例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」及圖16中對應工程

B2之時間段，在該時間段中，處理腔室內的壓力與溫

度同時都上升，故可對應系爭專利請求項1要件編號1

C「同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔

室內的壓力上升至一預定壓力；

　　　　③其中當處理腔室壓力到達P2，溫度達到T2時，可對應

系爭專利請求項1要件編號1C「讓該處理腔室籠罩在

高溫及高壓的工作環境中」；

　　　　④其中「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且

將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時

間，」及圖16中對應工程B4之時間段，此時晶圓W溫

度、處理腔室之壓力均持平一段時間，故可對應系爭

專利請求項1要件編號1C「在該第一預定溫度及該預

定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓

製程」。

　　　　⑤對該領域具通常知識者而言，原證5揭露將處理腔室

輸入氣體提高其壓力可以提升熱傳導效率，促進熱交

換，從而改善腔室內的溫度分佈均勻性，雖原證5並
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未直接揭露「輸入氣體提高處理腔室壓力」與「溫度

均勻性」之關係，然其作用機制存在潛在關聯性，屬

原證5說明書揭露內容所實質隱含之技術內容，自可

對應系爭專利請求項1要件編號1C「藉由高壓氣體提

升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)

使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對

該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上

升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工

作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，

對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體

提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術

特徵。

　　⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：　　

      ⑴原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度

下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三

溫度T3……晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以

下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹

曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。

原證5說明書第【0093】段揭露「將晶圓W冷卻至第3溫

度T3，例如150℃(圖15的工程B5……若急速冷卻晶圓

W，晶片C可能產生翹曲，但晶圓W例如是以1.5℃/秒以

下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹

曲。此外，處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片C被

按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑

制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」。

　　　⑵依前開說明書段落：

　　　　①其中「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的

工程B5……晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻
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速度被冷卻」可對應系爭專利請求項1要件編號1D

「使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一

預定速率降低至一第二預定溫度」；

　　　　②其中「處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片Ｃ被按

壓於晶圓Ｗ，更進一步抑制晶片Ｃ的翹曲」及圖16工

程B5對應時間段，處理腔室壓力於該時間段等壓維持

於P2，可對應系爭專利請求項1要件編號1D「同時繼

續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維

持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓

製程」；

　　　　③其中「晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度

被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲……晶片C被按

壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑

制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」可對應系爭專利

請求項1要件編號1D「藉由提升氣體溫度分佈的均勻

性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應

力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹

曲」。

　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)

使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定

速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸

入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對

各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫

度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓

差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元

件發生翹曲」全部技術特徵。

    ⒎綜上所述，原證5單獨已揭露系爭專利請求項1全部技術特

徵，原證5及原證4均屬晶片接合之技術領域，且皆以增加

處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能
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與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自當有充足

動機能組合原證5及原證4之技術內容以完成系爭專利請求

項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請

求項1不具進步性。

　  ⒏原告雖主張：原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不

一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲

解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶

圓翹曲」的問題，顯有不同云云。惟原證4說明書第【007

6】段揭露「由於是在工程S3中，在將晶圓W載置於載置台

150之前，一邊使升降銷160下降，一邊進行晶圓W的溫度

整平，因此，可抑制晶圓W之翹曲」，原證5說明書第【00

11】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀

態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導

致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之

晶圓W的起伏」，顯見在原證4及原證5中提到的「晶圓翹

曲」係包含晶圓W整體翹曲而非單指晶片接合處的特定變

形。故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之

共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識

者自有充足動機組合原證4、原證5所揭露的技術內容以完

成系爭專利之發明，原告前開主張即不足採。

　　⒐原告又主張：原處分未附理由逕認原證4及原證5之結合足

證系爭專利不具進步性云云，與最高行政法院之判決意旨

相悖，原證4及原證5皆未意識到溫差產生熱應力的問題，

通常知識者如何有動機參考原證4及5完成系爭專利云云。

　　　⑴原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑸、⑹已說明「……證

據2（即原證5）即已揭露系爭專利請求項1之所有技術

特徵，發明所屬技術領域具有通常知識者於參酌證據2

揭露內容後，即能輕易完成系爭專利請求項1所請發

明……證據1（即原證4）及證據2為相同申請人之不同
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發明，證據1第5、7圖揭露與證據2第5、7圖均揭露有相

似之處理腔室結構，故兩者具高度關聯性，又證據2即

足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前述，故證

據1及2之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步

性」，顯見原處分係認為原證5單獨即可證明系爭專利

請求項1不具進步性，加以原證4、5說明書內容高度相

似，其技術領域、所欲解決問題共通性及功能或作用之

共通性必然相仿，所屬技術領域具通常知識者自有充足

動機組合原證4、5所揭露之技術內容以完成系爭專利之

發明，故原處分已附理由，原告前開主張殊難憑採。

　　　⑵原證4說明書第【0062】段揭露「……晶圓W的溫度會急

遽上升，而導致該晶圓W產生翹曲……藉由進行晶圓W之

溫度整平的方式，可抑制該晶圓W之翹曲」，其中「溫

度整平」即指溫度均勻化，目的就是為了避免晶圓因快

速或不均勻的溫度變化而產生翹曲，故原證4明確揭露

若不進行溫度均勻化處理，晶圓溫度急劇變化會導致翹

曲。原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已

加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑

制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦

可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，故原證

5明確揭露緩慢升溫可抑制晶圓翹曲。原證4、5均揭露

因溫度變化不當(包括快速變化、導致溫度不均)所引起

的晶圓或晶片翹曲問題，以及通過溫度整平(原證4)或

緩慢升降溫(原證5)等手段來控制溫度變化，以抑制翹

曲的發生，故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相

同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域

具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露的技術

內容以完成系爭專利之發明，故原告主張即不足採。

　㈡「以原證4為主要引證，原證5為其他引證」之技術分析：
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　　⒈依原告所述，按參加人舉發時所提舉發理由之論述次序，

以原證4為主要引證，判斷系爭專利請求項1是否不具進步

性之爭點。

　　⒉原證4與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

　　　原證4說明書第【009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室

之內部並密閉該處理腔室的內部後……從氣體供給機構對

處理腔室的內部供給加壓氣體，並將該處理腔室的內部加

壓至預定壓力……即便基板上之複數個晶片的高度不一

致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的

加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基

板與複數個晶片……可一邊將基板與複數個晶片加熱至預

定溫度，一邊適當地進行推壓，從而可適當地接合該基板

與複數個晶片」。依據本院前開申請專利範圍之解釋，其

中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加

工物於不同工作階段的溫度」，原證4說明書揭露「複數

個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推

壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶

片」，已揭露增加處理腔室內壓，推壓複數堆疊之晶片，

使其受力貼合，雖然原證4並未直接揭露「抑制材料翹

曲」，惟對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受

較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內

容，可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加

氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」，故原證

4已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。

　　⒊原證4與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　

      原證4說明書第【0009】段揭露「在將基板搬入至處理腔

室之內部並密閉該處理腔室的內部後……即便基板上之複

數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充

於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地
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以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」。其中「基板上複

數晶片」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數半導

體元件」。其中「將基板搬入至處理腔室之內部」可對應

系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入

一處理腔室內」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編

號1B全部技術特徵。

　　⒋原證4與系爭專利請求項1要件編號1C、1D之比對：　　

      原證4與系爭專利請求項1相較並未揭露系爭專利請求項1

要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫

度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體」，此為原證4與

系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。此外，原證4亦未

揭露系爭專利請求項1要件編號1D「處理腔室內的溫度由

該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫

度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理

腔室維持在該預定壓力」，此為原證4與系爭專利請求項1

主要差異技術特徵2。

    ⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：

　　　如前第四、㈠、⒌項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1

要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預

定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔

室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫

及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的

狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高

壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部

技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技

術特徵1。

    ⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：

　　　如前第四、㈠、⒍項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1

要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫

01

02

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

03

21

22

23

24

25

26

27

28

29

04

05

06

07

08

09

10

18



度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對

該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預

定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提

升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料

間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導

體元件發生翹曲」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭

專利請求項1主要差異技術特徵2。

　　⒎綜上所述，原證4與原證5之組合已揭露系爭專利請求項1

全部技術特徵，且原證4及原證5均係晶片接合之技術領

域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合

製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知

識者當有充足動機能組合原證4及原證5之技術內容以完成

系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證

明系爭專利請求項1不具進步性。

　㈢從而，無論主要引證為原證5或原證4，經整體判斷此二引證

之技術內容，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項

1不具進步性。　　　

五、原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

　㈠系爭專利請求項2依附於請求項1，包含請求項1全部技術特

徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證4、5並未揭露該輸入氣體之具體成分，然空氣或氮氣係

低成本與低化學活性之氣體，以空氣或氮氣作為加壓氣體對

於該技術領域具通常知識者而言實屬習知之通常知識，況系

爭專利說明書雖記載該用以加壓之輸入氣體係空氣或氮氣，

然未記載使用空氣或氮氣作為加壓氣體究竟有何有利功效或

不可預期之功效，益徵使用空氣或氮氣作為加壓氣體為習知

通常知識。再者，原證6揭露一種抑制材料翹曲的方法，原

證6說明書第【0009】段揭露「透過該氣壓源經由各該氣體

入口對各該氣囊填充氣體，使氣體經由各該氣體通道流入各
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該氣囊，讓各該氣囊內部充滿氣體至第一預定壓力」。原證

6說明書第【0014】段揭露「該氣壓源係為一空氣壓縮機或

廠務氣體管路」，其中「透過該氣壓源經由各該氣體入口對

各該氣囊填充氣體……該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣

體管路」可對應系爭專利請求項2「如請求項1之利用增加氣

體密度抑制材料翹曲的方法，其中至少一該氣體係為一空氣

及/或一氮氣」全部技術特徵。

　㈢綜上，原證4、5、6之組合已揭露系爭專利請求項2全部技術

特徵，原證4、5、6均揭露提高處理腔體內之壓力至特定

值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5、

6直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域

具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5、6之技術內容

以完成系爭專利請求項2之發明，故原證4、5、6之組合足以

證明系爭專利請求項2不具進步性。　　

六、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

　㈠系爭專利請求項3依附於請求項1，包含請求項1全部技術特

徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部

階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B

2……」。其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2

壓力P2，例如0.9Mpa」代表將一定數量之氣體分子輸入處理

腔室使其壓力提升可對應系爭專利請求項3「其中在步驟(b)

中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的

氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力」。原證4、原證5

雖未直接揭露氣體壓力上升與處理腔室內溫度分佈均勻性之

關係，惟原證4、原證5均已揭露輸入氣體至處理腔體，該處

理腔體內壓力增加表示其密度亦增加，意味著單位體積內有

更多氣體分子。這些分子作為熱傳導的載體，能更有效地傳

遞熱量，故可輕易得知腔室內溫度分佈更均勻係壓力上升之
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必然結果，故可對應系爭專利請求項3「藉由該預定數量的

氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項3「如請求項1

之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中在步驟(b)

中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的

氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力，藉由該預定數量

的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」全部

技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔體內之壓力至特定

值，雖原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，然對所屬技

術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可

抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容其作用均是要防止晶片

翹曲，而原證5直接揭露防止翹曲，故原證4、5具功能或作

用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組

合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項3之發明，故

原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

七、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

　㈠系爭專利請求項4依附於請求項1，包含請求項1全部技術特

徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0102】段揭露「加熱晶圓W的第二溫度T2

（200℃~270℃）僅為示例，可以根據不同條件任意設

定」。其中「第二溫度T2（200℃~270℃）」可對應系爭專

利請求項4「其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介

於60℃至1500℃的範圍」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項4「如請求項1

之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室

內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」全部

技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定

值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5直

接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通
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常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系

爭專利請求項4之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專

利請求項4不具進步性。

八、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

　㈠系爭專利請求項5依附於請求項1，包含請求項1全部技術特

徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降

到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T

3……此時，晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。

在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如

此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。雖然原證5說

明書第【0075】段所記載之技術內容與原證5圖15、16所揭

露者分屬不同實施例，惟其均係相似的接合製程，包含升

溫、維持、降溫的步驟，T3在前開二實施例中都代表降溫階

段的溫度，況系爭專利說明書通篇均未記載將處理腔室內之

第二預定溫度控制在大於25℃至等於100℃的範圍究竟有何

不可預期之功效，故原證5「將加熱機構151的溫度下降到第

三溫度T3，例如室溫」可對應系爭專利請求項5「其中該處

理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃

的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項5「如請求項1

之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室

內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範

圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」全部技術特

徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作

用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，

故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當

有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求
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項5之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不

具進步性。　　

九、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

　㈠系爭專利請求項6依附於請求項1，包含請求項1全部技術特

徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「將晶圓W保持在與載置台15

0上方分離的狀態，將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓

力P2，例如0.9MPa（圖15的步驟B2）……」其中「將處理腔

室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa」經換算

後約為8.88atm，故可對應系爭專利請求項6「處理腔室內之

該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓

(atm)的範圍」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項6「如請求項1

之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室

內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大

氣壓(atm)的範圍」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處

理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原

證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通

性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證

4、5之技術內容以完成系爭專利請求項6之發明，故原證4、

5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。　　

十、原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定：

　㈠原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於

舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提

出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯

者，逕予審查。」又行政程序法第102條規定：「行政機關

作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39

條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，
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應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，

從其規定。」　　

　㈡原處分作成時之專利審查基準（2019年版）第五篇第一章

「專利權之舉發」4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：

「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而

例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其

限制。......職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審

酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求

撤銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之

事由，尚不得發動職權審查。」4.4.2「通知專利權人答辯

之義務」：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提

出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職

權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。」

　㈢比對參加人所提之舉發理由書及原處分引用原證4、5之內

容：

　　⒈舉發理由書引用原證4說明書第【0012】、【0055】至【0

062】、【0063】-【0068】段，原處分則引用原證4說明

書第【0066】、【0061】段，故原處分並未逸脫舉發理由

書所指陳原證4之範圍。

　　⒉舉發理由書引用原證5說明書第【0064】段（用於解釋圖8

和圖9中所示的接合過程）、第【0066】至【0074】段

（配合圖8和圖9，用於說明步驟 A3-A5《等溫加壓、等壓

升溫、等溫等壓》）、第【0072】段（特別是第1至2行，

描述加熱機構151的溫度上升以及晶圓W的加熱過程）、第

【0075】段（描述步驟 A6《持壓降溫》，包括加熱機構1

51 溫度降低、晶圓W冷卻以及第三溫度T3的設定）、【00

89】 段（用於說明在工序B2中，晶圓W如何被間接加

熱）、圖8、圖9（流程圖和說明圖，用於說明接合過程中

的壓力、溫度變化）、及圖10（用於說明接合工序中晶圓
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W的狀態）。原處分則引用原證5說明書第【0066】、【00

69】、【0072】、【0073】、【0075】、【0076】、【00

89】段、圖8及圖9。故除第【0076】段外，原處分並未逸

脫舉發理由書所指陳原證5之範圍。

　　⒊原證4與原證5為同一申請人，二者核心發明內容（利用可

密閉處理腔室、載置台、加熱機構及氣體供給機構，通過

加熱和加壓氣體實現晶片與基本結合避免基板翹曲）、裝

置核心結構（兩者代表圖均為圖7且結構標號完全一

致）、基本操作原理具有高度相似性，僅在製程中的溫

度、壓力施加時序上存有差異。原處分第8至9頁之理由

㈤、⒈、⑹已敘明原證4、5具高度關聯性，旨在說明原證

5與原證4所揭露技術內容的互通性，二者說明書技術內容

高度相同甚至部分完全相同，故將原證5與原證4共通之技

術內容與系爭專利請求項1部分元件進行比對，難謂逾越

參加人原舉發理由範圍（例如原證5與原證4都揭露防止基

板翹曲的技術內容，均可對應系爭專利請求項1要件編號1

A；原證5與原證4都揭露一處理腔室100，均可對應系爭專

利請求項1要件編號1B）。縱經本院審酌後未採用原證5實

施例一（圖9），而原證5另一實施例二（圖16）已揭露與

系爭專利請求項1要件編號1C、1D完全相符之製程，此業

經本院依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，命當事人

就原證5圖16表示意見，本院即得以之為裁判基礎（如前

第四、㈠、⒉項所述），故原告前開主張理由即不足採。

　㈣參加人於舉發階段提出原證4至原證6，雖未具體指明何者為

最接近之先前技術，然觀諸其所主張之具體事實，以及對各

具體事實與證據間關係之敘明，參加人當時應係以原證4為

主要引證，以原證5、6為其他引證。而依原處分第4至16頁

之理由「㈤爭點之判斷」，被告則以原證5為主要引證，以

原證4、6為其他引證。固然參加人之舉發理由與被告所為之
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原處分，就主要引證及所為技術特徵比對有別，惟本件存在

原證4至原證6之多數引證案，各引證如何結合，本屬參加人

已提出之理由及證據，專利專責機關即被告在舉發聲明及爭

點範圍內本得予以判斷，並無原告所指職權審查之情事，則

被告於原告與參加人為陳述後，於比對時係依據舉發理由與

證據所揭示之技術特徵為整體比對，作成原處分，並無原告

所稱未予原告限期答辯機會，被告無裁量空間，違反專利法

第75條及行政程序第102條規定之情事。再者，參加人於本

院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁），本

院業已逐項就各爭點詳列明細命當事人陳述意見，並於準備

程序及言詞辯論程序詳由當事人言詞辯論，是以兩造及參加

人對於此爭執，已於本院審理時為充分攻防，本院認定無論

主要引證為原證5或原證4，經整體技術特徵比對，原證4及

原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

　㈤專利經提出舉發者，專利權人即應自行評估是否提出更正，

尤其是可能舉發成立之專利權，專利權人提出更正，如符合

更正相關規定，可能使該專利獲得存活之機會，就行政訴訟

中應否保障專利權人之更正權，涉及專利權人、舉發人及社

會公眾間相互對立之利益權衡，同時攸關當事人紛爭一次解

決及訴訟經濟之考量，現行智慧財產案件審理制度，法院於

民事事件對於專利有效性得自為判斷，且於行政事件得審理

同一撤銷理由之新證據（智慧財產案件審理法第41條、第70

條規定參照），為調和各方利益保障，並維護程序之公平，

本院曾詢問原告主引證為原證4或原證5，對於技術認定有無

差別？假設原告於原處分階段知悉以原證5為主引證，原告

有無更正可能性？原告主張主引證不同，在思考上一定有所

不同，且抽象上一定會有更正可能性，就本件具體個案上需

與當事人討論等等（本院卷二第151頁），嗣具狀稱因其已

無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，其更正利益當然
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受到影響，被告程序瑕疵並不會因訴願程序或訴訟程序給予

陳述意見機會即當然補正云云。因本件被告及參加人仍援引

原舉發證據，本院已曉諭爭點並賦予當事人就系爭專利之有

效性充分辯論機會，亦詢問原告有無更正可能性，經其自行

評估後復未表明其更正專利權之具體需求，本院自得依全案

事證直接判斷系爭專利之有效性，毋庸發回命被告再就主引

證選擇之順位另為處分之必要。　　

　㈥原告又主張原處分逕自引用第TZ000000000A、CZ000000000

A、CZ000000000A號案為輔助證據，認定系爭專利請求項2不

具進步性，逾越參加人主張理由及證據範圍，未通知原告答

辯云云。

    ⒈原處分作成時之專利審查基準（2017年版）第二篇第三章

「專利要件」3.6「審查注意事項」第⑸點規定；「認定

申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技

術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章3.2.1

「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須

檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分

敘明理由。」

    ⒉原處分第12頁之理由㈤、⒉、⑵認為系爭專利請求項2所

界定之用以抑制材料翹曲之加壓氣體為一空氣及/或一氮

氣係一般知識(參本院卷一第68至69頁)，為符合發明專利

審查基準前開規定充分敘明理由，被告機關提供三個系爭

專利之先前技術（即TZ000000000A、CZ000000000A、CZ00

0000000A）作為輔助證據用以說明在系爭專利申請前，以

空氣或氮氣作為加壓氣體已為該技術領域文獻多次揭露，

屬一般知識，已符合前開發明專利審查基準之規定，況被

告亦於同段陳明「以上先前技術之專利文獻，係用以佐證

處理腔室之加壓氣體使用空氣或氮氣僅係該技術領域於申

請當時之通常知識，其用以證明證據1所揭露加壓氣體之
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輔助證據，非為比對系爭專利之新證據」，故原告前開主

張委無可採。

　㈦至原告主張被告未於舉發階段命參加人提出原證5全文中譯

本即作成原處分，並援引最高行政法院104年度判字第78號

行政判決見解為據。然專利審查基準第五篇第一章「專利權

之舉發」4.3.2.2.2.2「外文證據與其中譯本」規定：「證

明文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附

中文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附

該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證

中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文

譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審

究之。」準此，就外文證據之中譯本，審查人員如認無必

要，即無需通知舉發人檢附，且中文譯本若與外文不符或舉

發人未補送中文譯本者，舉發人員仍應依證據審究之，並非

將該外文證據予以排除。又前開最高行政法院判決指明該案

參加人未提出正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及

一審法院判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基

礎，其結論自難其正確，故而廢棄一審判決，與本件參加人

雖至本院審理時始提出中譯本，但未影響就原證5之技術判

斷之正確性有所不同。故原告此部分主張尚無可採。

�、綜上所述，經整體技術特徵比對，原證4、原證5之組合或原

證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步

性，且原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條

規定，被告所為上開系爭專利請求項舉發成立之處分，即屬

合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無

理由，應予駁回。

�、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果

無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 　　　　

柒、結論：   　
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　　依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前

段，判決如主文。　　　　　　

中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　28　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表

明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內

向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提

起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按

他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，

逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟

法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不

委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師

為訴訟代理人

之情形

所  需  要  件

㈠符合右列情

形之一者，

得不委任律

師為訴訟代

理人

1.上訴人或其代表人、管理人、法定代

理人具備法官、檢察官、律師資格或

為教育部審定合格之大學或獨立學院

公法學教授、副教授者。

2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、

管理人、法定代理人具備會計師資格

者。

01

02

11

12

13

14

15

16

17

18

19

03

04

05

06

07

08

09

10

29



中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　9 　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

3.專利行政事件，上訴人或其代表人、

管理人、法定代理人具備專利師資格

或依法得為專利代理人者。

㈡非律師具有

右列情形之

一，經最高

行政法院認

為適當者，

亦得為上訴

審訴訟代理

人

1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二

親等內之姻親具備律師資格者。

2.稅務行政事件，具備會計師資格者。

3.專利行政事件，具備專利師資格或依

法得為專利代理人者。

4.上訴人為公法人、中央或地方機關、

公法上之非法人團體時，其所屬專任

人員辦理法制、法務、訴願業務或與

訴訟事件相關業務者。

是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，

上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關

係之釋明文書影本及委任書。
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智慧財產及商業法院行政判決  
113年度行專訴字第50號
民國114年4月23日辯論終結
原      告  印能科技股份有限公司
代  表  人  洪誌宏 
訴訟代理人  呂紹凡律師 （兼上一人及次二人送達代收人）
            吳雅貞律師
            洪珮瑜專利師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  廖承威 
訴訟代理人  劉聖尉 
參  加  人  歐門科技股份有限公司
代  表  人  林俊安 
訴訟代理人  江國慶專利師 
            洪聖濠律師（兼上二人送達代收人）
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年7月29日經法字第11317303850號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
　　主  文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
壹、程序事項：
　　原告原起訴聲明第二項為：「被告對申請第110103942號『利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法』發明專利請求項1至6應作成『舉發不成立』之審定。」（本院卷一第13頁），於被告為本案之言詞辯論前，在民國114年1月15日具狀變更（撤回）該項聲明（本院卷一第367頁），核於公益之維護無礙，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應予准許。
貳、爭訟概要：
　　原告前於110年2月1日以「利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6項，經被告准予專利（公告號第1740779號，下稱系爭專利）。 嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，對之提起舉發。被告以113年1月24日（113）智專議（二）04181字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分，原證2），原告不服，提起訴願，經經濟部以同年7月29日經法字第00000000000號訴願決定駁回（原證3），原告不服，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。
參、原告主張要旨及聲明：
一、舉發人就舉發事由負有舉證之責任，專利專責機關「僅」就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查，專利專責機關職權審酌舉發人未提出之理由及證據時，「應」具體闡明並通知專利權人給予陳述意見及答辯機會。參加人之舉發理由書援引原證4（即舉發之證據1）為「主要引證」進行技術特徵比對，原證5（即舉發之證據1）則為「補強證據」只少量引用圖8至9、說明書【0066】至【0075】等部分段落，原處分竟以原證5為「主要引據」進行技術特徵比對，甚而於參加人不曾主張之前提下，逕自認定原證5單獨即足證明系爭專利請求項1不具進步性云云，已明顯逾越參加人主張範圍，被告依職權審酌參加人未提出之舉發理由，卻未依法闡明及通知原告限期答辯，違反專利法第75條、行政程序法第102條規定，且專利權人既已無從於訴訟程予中針對權利範圍進行更正，專利權人之更正利益「當然」受到影響，原處分程序違法情形，已影響原告更正利益，無從因嗣後於訴願或訴訟程序中給予原告答辯機會而補正，應予撤銷。
二、由系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，以及說明書強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度」分佈的均勻性，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室內「氣體」溫度；受加工物（半導體元件）為固體而非氣體，若將「第一預定溫度」及「第二預定溫度」強加解釋為「受加工物」於不同工作階段之溫度，勢必與系爭專利藉由遵循理想氣體狀態方程式、控制處理腔室內氣體溫度及壓力變化關聯性及技術手段之發明意涵，顯不相符。系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」，應解釋為「符合第一預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度值」及「符合第二預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度值，且該溫度低於第一預定溫度」。而「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫度，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益證「預定溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，故本院請求項解釋似已不當引入請求項所未記載之技術特徵，而有違反專利法第58條第4項之疑慮。
三、縱依本院請求項解釋，原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶圓翹曲」的問題，顯有不同。原證4及原證5與系爭專利間之技術領域、所欲解決問題、功能及作用等既無明顯之關連性，尤其，原證4及原證5皆沒有意識到溫差產生熱應力的問題，通常知識者又如何會有動機參考原證4及5完成系爭專利？在未有充分提示下，所屬領域具有通常知識者於面臨系爭專利欲解決之技術問題時，無從自該等先前技術中組合出系爭專利的特定技術方案。故原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合無法證明系爭專利請求項1至6不具進步性。
四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
肆、被告答辯要旨及聲明：　　　
一、原處分第8至9頁記載與舉發理由所主張爭點「依據證據1（即原證4）及證據2（即原證5）之組合系爭專利請求項1違反進步性」並無差異。又原處分以原證5第8至9圖及第8至9圖對應之說明書相關段落說明比對系爭專利請求項1之技術特徵，與舉發理由第4、6至8頁所載並無差異，即便原處分引用原證5比對系爭專利請求項1之部分技術特徵與舉發理由引用原證4比對系爭專利請求項1之部分技術特徵有所不同，惟原處分引用原證5內容並未逸脫舉發理由所提證據及理由之範圍，在無引入新證據及新理由之前提下，自難稱舉發審定有依「職權審查」而未踐行交付原告答辯之情事，故原處分並無違誤。　　 　　
二、本件以原證5為主要引證，依本院對於系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度」，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。　　
三、聲明：駁回原告之訴。
伍、參加人答辯要旨及聲明：
一、原處分據以認定系爭專利不具進步性之原證4與原證5是於舉發程序中已提出之證據，即非「舉發人未提出之理由及證據」，被告於舉發人提出之爭點範圍內，依照參加人所提出證據及理由為判斷，非屬專利法第75條之職權審查，原告主張被告做成處分有程序上瑕疵應予撤銷並無理由。　　
二、根據系爭專利請求項1之記載:「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度….讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中……(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續該處理腔室輸入至少依該氣體…」，「第一預定溫度」、「第二預定溫度」為利用加熱裝置提升或降低後之溫度。因為密閉系統，熱能會均勻擴及腔室及被處理元件（晶圓）。加熱處理腔室內氛圍氣體溫度分佈均勻，晶圓亦被予以加熱，如此抑制半導體元件發生翹曲。
三、根據本院之解釋，以第一預定溫度、第二預定溫度為指受加工物於不同工作階段之溫度為基礎，以原證5為主要引證，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。　　
四、聲明：駁回原告之訴。
陸、爭點（本院卷二第9至10頁）：
一、程序方面：原處分有無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定？
二、如何解釋系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之意義？
三、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？
四、原證4、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項2不具進步性？
五、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項3不具進步性？
六、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項4不具進步性？
七、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步性？
八、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性？
柒、本院的判斷：
一、應適用的法令：
　㈠系爭專利於110年2月1日申請，於同年8月10日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）。
  ㈡依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利。另發明專利權有違反同法第22條第2項規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，自應為舉發成立之處分。　
二、系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍及請求項1之要件特徵解析，如附表1所示。至參加人所提引證（舉發證據編號為證據1至證據3，如附表2所示。以下僅稱原證4至原證6），其公開日皆早於系爭專利申請日，可作為系爭專利之先前技術（相關技術內容及圖式如附表2所示）。
三、系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋：
　㈠核准時專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。專利權範圍，係以申請專利範圍為準，而申請專利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，核屬法律適用之問題，就申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之事項，無辯論主義之適用，法院不受當事人主張之拘束。本件當事人雖未明白爭執系爭專利之用語，然觀其等書狀內容，隱含對系爭專利申請專利範圍之「第一預定溫度」及「第二預定溫度」用語存有不同見解，故本院依職權命當事人就上開用語表示意見後，即通知本院所為之解釋，並命其等以此為基礎，就系爭專利有效性爭點進行攻防（本院卷一第459頁、本院卷二第10、61頁）。　　　
　㈡系爭專利說明書所記載之技術手段聚焦於抑制「半導體元件翹曲」，其中說明書第【0002】段記載晶圓(半導體元件)在處理腔室內進行高溫高壓製程時，會因處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳，導致「晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱膨脹或熱收縮」，最終造成翹曲(warpage)」。說明書第【0005】段再次強調系爭專利所欲解決的技術問題是習知晶圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時經常由於處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力而翹曲(warpage)。說明書第【0007】段記載系爭專利旨在提供一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法。上開說明書段落表明系爭專利的核心技術係「抑制半導體元件翹曲」，而翹曲的直接原因係「半導體元件各部位溫度差異」。因此，系爭專利要解決的溫度均勻性問題，理應聚焦於受加工元件本身的溫度均勻性，方能有效抑制翹曲，而系爭專利說明書中受加工元件可為半導體元件(系爭專利說明書第【0001】段)或晶圓(說明書第【0002】段)。故系爭專利申請專利範圍中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」實更符合系爭專利之技術思想與實際應用情境，亦較能體現系爭專利「抑制半導體元件翹曲」之發明目的。
  ㈢原告雖主張「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫度，系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，說明書強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度分佈的均勻性」，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室內「氣體溫度」，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益可證明「預定溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，「預定壓力」應係指「該處理腔室內」的壓力，而不可能為「受加工物」於不同工作階段之壓力，請求項體系上類似用語之「預定溫度」，也不應該被解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度云云。
　　⒈系爭專利之名稱及請求項均載明其發明目的係「抑制材料翹曲」，對所屬技術領域具通常知識者而言，所謂「材料翹曲」係源自受加工物（系爭專利稱半導體元件或晶圓）各層材料間因溫度差異或壓力差異產生熱膨脹或熱縮收所導致，故控制被加工物上不同材料層之溫度及壓力分佈始為系爭專利解決翹曲問題的關鍵所在。再者，系爭專利說明書第【0002】段亦記載「……惟當晶圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時，經常由於處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳，造成晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱膨脹或熱收縮……晶圓上各層材料因壓差而產生應力及產生振動現象，導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力，並結合氣體壓力變化引發晶圓各層材料間因壓差產生應力及產生振動現象而翹曲……」，足見系爭專利探討因溫度或壓力不均導致翹曲現象之主體均是受加工物（即半導體元件或晶圓），系爭專利中控制處理腔室內氣體溫度或壓力之分佈均勻之最終目的在於透過熱平衡或氣壓平衡機制，以期達到受加工物各材料層間溫度或壓力分佈均勻，最終受熱或受壓主體仍為處理腔室內的受加工物，故原告前開主張殊難憑採。
　　⒉此外，倘若「預定溫度」可解釋為處理腔室內「氣體溫度」（僅為假設），則量測「氣體溫度」或如何定義「氣體溫度」達到「均勻」必然為系爭專利之技術核心，然綜觀系爭專利說明書全文，均未提及如何量測處理腔室內之氣體溫度，亦未記載如何定義腔室內「氣體溫度」已達原告所主張之「均勻」，足見系爭專利之技術核心並非在於控制「氣體溫度」，故原告此部分主張即無可採。
　㈣原告另主張系爭專利請求項中所界定之「預定壓力」係處理腔室內的「氣體壓力」，故可類推「預定溫度」為「氣體溫度」云云。惟對所屬技術領域具通常知識者而言，壓力和溫度在物理性質上存有根本差異，氣體壓力在一密閉處理腔室中可迅速達到均勻平衡，單一氣壓值或可代表整個腔室的壓力狀態實為氣體固有之特性；溫度則不然，溫度受處理腔室內之氣體或受加工物各層材料本身熱傳導速率、熱容及幾何形狀等因素影響，腔室內之溫度易呈現不均勻分佈現象。簡言之，即便處理腔室內氣體溫度本身已達到均勻，亦難稱受加工物各層材料間已隨氣體溫度迅速同步達到溫度均勻而能抑制翹曲，只有在受加工物各層材料達到溫度均勻時，方能稱有抑制翹曲之效。基上，溫度與壓力係完全不同之物理量，其量測方式與原理亦完全不同，故原告主張壓力與溫度類推適用云云即不足採。　
四、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：
　㈠「以原證5為主要引證，原證4為其他引證」之技術分析：
　　⒈被告及參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁。關於原告所指原處分程序瑕疵，詳後第十項所述），依此判斷系爭專利請求項1進步性之爭點，即以選定之原證5，先與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，將其他引證即原證4，針對系爭專利申請專利之發明所欲解決之技術問題，綜合考量原證5及原證4間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證是否已明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之教示或建議等因素，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機以原證5所揭露之技術內容為基礎，結合原證4加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請專利之發明（最高行政法院113年度上字第132號判決參照）。
　　⒉經本院閱覽兩造及參加人之陳述與參加人所提之原證5、原證4之技術內容後，依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，通知兩造及參加人就「原證5圖16之實施例所揭露之處理腔室之壓力P，是否與晶圓W之溫度T上升曲線與系爭專利請求項1所界定「同時上升」相符？」之技術問題表示意見（本院卷一第460頁之說明五），業經兩造及參加人具狀並於準備程序及言詞辯論程序詳為辯論，本院即得以之為裁判基礎。　
　　⒊原證5與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：
　　　原證5說明書第【0072】段揭露「處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力變化所伴隨之晶圓W的起伏」。原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9MPa(圖15之步驟B2，圖16(b))」。其中「……處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲……」以及「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2」均可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。
　　⒋原證5與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　　　　
      原證5說明書第【0028】段揭露「接合系統1中，如圖3及圖4所示，將作為基板的晶圓W與多個晶片C接合。晶圓W例如係在矽晶圓或化合物半導體晶圓等形成有元件的半導體晶圓(元件晶圓)。在晶圓W的表面形成有多個凸塊」。原證5說明書第【0066】段及圖8揭露「接著，接合裝置30中，如圖11所示，藉由移動機構130使上部腔室101移動至上方，將處理腔室100開啟。然後，晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部，並傳遞至預先上升而待機之升降銷160。此時，晶圓W的溫度為常溫，例如25°C」。其中「基板的晶圓W與多個晶片C接合」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數個半導體元件」；其中「晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。
　　⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：　
      ⑴原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。原證5說明書第【0088】段揭露「於工程B2中，晶圓W雖然是以昇降銷160保持著，由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1，例如150℃以上」。原證5說明書第【0091】段揭露「當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時……晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」。原證5說明書第【0092】段揭露「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，例如30分鐘……」。其中「工程B2中……由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1」、「……當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」，及圖16中對應工程B2、B3之時間段，在該時間段中，晶圓W溫度先上升至接近T1之後再上升至T2。
　　　⑵依前開說明書段落：
　　　　①其中「晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2」可對應系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度」；　　　　
　　　　②其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」及圖16中對應工程B2之時間段，在該時間段中，處理腔室內的壓力與溫度同時都上升，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力；
　　　　③其中當處理腔室壓力到達P2，溫度達到T2時，可對應系爭專利請求項1要件編號1C「讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中」；
　　　　④其中「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，」及圖16中對應工程B4之時間段，此時晶圓W溫度、處理腔室之壓力均持平一段時間，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程」。
　　　　⑤對該領域具通常知識者而言，原證5揭露將處理腔室輸入氣體提高其壓力可以提升熱傳導效率，促進熱交換，從而改善腔室內的溫度分佈均勻性，雖原證5並未直接揭露「輸入氣體提高處理腔室壓力」與「溫度均勻性」之關係，然其作用機制存在潛在關聯性，屬原證5說明書揭露內容所實質隱含之技術內容，自可對應系爭專利請求項1要件編號1C「藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。
　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵。
　　⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：　　
      ⑴原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。原證5說明書第【0093】段揭露「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……若急速冷卻晶圓W，晶片C可能產生翹曲，但晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲。此外，處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」。
　　　⑵依前開說明書段落：
　　　　①其中「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度」；
　　　　②其中「處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片Ｃ被按壓於晶圓Ｗ，更進一步抑制晶片Ｃ的翹曲」及圖16工程B5對應時間段，處理腔室壓力於該時間段等壓維持於P2，可對應系爭專利請求項1要件編號1D「同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程」；
　　　　③其中「晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲……晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」。
　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」全部技術特徵。
    ⒎綜上所述，原證5單獨已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，原證5及原證4均屬晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自當有充足動機能組合原證5及原證4之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
　  ⒏原告雖主張：原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶圓翹曲」的問題，顯有不同云云。惟原證4說明書第【0076】段揭露「由於是在工程S3中，在將晶圓W載置於載置台150之前，一邊使升降銷160下降，一邊進行晶圓W的溫度整平，因此，可抑制晶圓W之翹曲」，原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，顯見在原證4及原證5中提到的「晶圓翹曲」係包含晶圓W整體翹曲而非單指晶片接合處的特定變形。故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、原證5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，原告前開主張即不足採。
　　⒐原告又主張：原處分未附理由逕認原證4及原證5之結合足證系爭專利不具進步性云云，與最高行政法院之判決意旨相悖，原證4及原證5皆未意識到溫差產生熱應力的問題，通常知識者如何有動機參考原證4及5完成系爭專利云云。
　　　⑴原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑸、⑹已說明「……證據2（即原證5）即已揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，發明所屬技術領域具有通常知識者於參酌證據2揭露內容後，即能輕易完成系爭專利請求項1所請發明……證據1（即原證4）及證據2為相同申請人之不同發明，證據1第5、7圖揭露與證據2第5、7圖均揭露有相似之處理腔室結構，故兩者具高度關聯性，又證據2即足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前述，故證據1及2之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性」，顯見原處分係認為原證5單獨即可證明系爭專利請求項1不具進步性，加以原證4、5說明書內容高度相似，其技術領域、所欲解決問題共通性及功能或作用之共通性必然相仿，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露之技術內容以完成系爭專利之發明，故原處分已附理由，原告前開主張殊難憑採。
　　　⑵原證4說明書第【0062】段揭露「……晶圓W的溫度會急遽上升，而導致該晶圓W產生翹曲……藉由進行晶圓W之溫度整平的方式，可抑制該晶圓W之翹曲」，其中「溫度整平」即指溫度均勻化，目的就是為了避免晶圓因快速或不均勻的溫度變化而產生翹曲，故原證4明確揭露若不進行溫度均勻化處理，晶圓溫度急劇變化會導致翹曲。原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，故原證5明確揭露緩慢升溫可抑制晶圓翹曲。原證4、5均揭露因溫度變化不當(包括快速變化、導致溫度不均)所引起的晶圓或晶片翹曲問題，以及通過溫度整平(原證4)或緩慢升降溫(原證5)等手段來控制溫度變化，以抑制翹曲的發生，故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，故原告主張即不足採。
　㈡「以原證4為主要引證，原證5為其他引證」之技術分析：
　　⒈依原告所述，按參加人舉發時所提舉發理由之論述次序，以原證4為主要引證，判斷系爭專利請求項1是否不具進步性之爭點。
　　⒉原證4與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：
　　　原證4說明書第【009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……從氣體供給機構對處理腔室的內部供給加壓氣體，並將該處理腔室的內部加壓至預定壓力……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片……可一邊將基板與複數個晶片加熱至預定溫度，一邊適當地進行推壓，從而可適當地接合該基板與複數個晶片」。依據本院前開申請專利範圍之解釋，其中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」，原證4說明書揭露「複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」，已揭露增加處理腔室內壓，推壓複數堆疊之晶片，使其受力貼合，雖然原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，惟對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容，可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。
　　⒊原證4與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　
      原證4說明書第【0009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」。其中「基板上複數晶片」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數半導體元件」。其中「將基板搬入至處理腔室之內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。
　　⒋原證4與系爭專利請求項1要件編號1C、1D之比對：　　
      原證4與系爭專利請求項1相較並未揭露系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。此外，原證4亦未揭露系爭專利請求項1要件編號1D「處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。
    ⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：
　　　如前第四、㈠、⒌項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。
    ⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：
　　　如前第四、㈠、⒍項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。
　　⒎綜上所述，原證4與原證5之組合已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，且原證4及原證5均係晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4及原證5之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
　㈢從而，無論主要引證為原證5或原證4，經整體判斷此二引證之技術內容，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。　　　
五、原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：
　㈠系爭專利請求項2依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證4、5並未揭露該輸入氣體之具體成分，然空氣或氮氣係低成本與低化學活性之氣體，以空氣或氮氣作為加壓氣體對於該技術領域具通常知識者而言實屬習知之通常知識，況系爭專利說明書雖記載該用以加壓之輸入氣體係空氣或氮氣，然未記載使用空氣或氮氣作為加壓氣體究竟有何有利功效或不可預期之功效，益徵使用空氣或氮氣作為加壓氣體為習知通常知識。再者，原證6揭露一種抑制材料翹曲的方法，原證6說明書第【0009】段揭露「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體，使氣體經由各該氣體通道流入各該氣囊，讓各該氣囊內部充滿氣體至第一預定壓力」。原證6說明書第【0014】段揭露「該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」，其中「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體……該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」可對應系爭專利請求項2「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中至少一該氣體係為一空氣及/或一氮氣」全部技術特徵。
　㈢綜上，原證4、5、6之組合已揭露系爭專利請求項2全部技術特徵，原證4、5、6均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5、6直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5、6之技術內容以完成系爭專利請求項2之發明，故原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。　　
六、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：
　㈠系爭專利請求項3依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa」代表將一定數量之氣體分子輸入處理腔室使其壓力提升可對應系爭專利請求項3「其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力」。原證4、原證5雖未直接揭露氣體壓力上升與處理腔室內溫度分佈均勻性之關係，惟原證4、原證5均已揭露輸入氣體至處理腔體，該處理腔體內壓力增加表示其密度亦增加，意味著單位體積內有更多氣體分子。這些分子作為熱傳導的載體，能更有效地傳遞熱量，故可輕易得知腔室內溫度分佈更均勻係壓力上升之必然結果，故可對應系爭專利請求項3「藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項3「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，[bookmark: _Hlk189814089]其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力，[bookmark: _Hlk189814638]藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，雖原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，然對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容其作用均是要防止晶片翹曲，而原證5直接揭露防止翹曲，故原證4、5具功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項3之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。
七、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：
　㈠系爭專利請求項4依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0102】段揭露「加熱晶圓W的第二溫度T2（200℃~270℃）僅為示例，可以根據不同條件任意設定」。其中「第二溫度T2（200℃~270℃）」可對應系爭專利請求項4「其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項4「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項4之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。
八、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：
　㈠系爭專利請求項5依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……此時，晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。雖然原證5說明書第【0075】段所記載之技術內容與原證5圖15、16所揭露者分屬不同實施例，惟其均係相似的接合製程，包含升溫、維持、降溫的步驟，T3在前開二實施例中都代表降溫階段的溫度，況系爭專利說明書通篇均未記載將處理腔室內之第二預定溫度控制在大於25℃至等於100℃的範圍究竟有何不可預期之功效，故原證5「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫」可對應系爭專利請求項5「其中該處理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項5「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項5之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。　　
九、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：
　㈠系爭專利請求項6依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「將晶圓W保持在與載置台150上方分離的狀態，將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa（圖15的步驟B2）……」其中「將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa」經換算後約為8.88atm，故可對應系爭專利請求項6「處理腔室內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓(atm)的範圍」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項6「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓(atm)的範圍」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項6之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。　　
十、原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定：
　㈠原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」又行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」　　
　㈡原處分作成時之專利審查基準（2019年版）第五篇第一章「專利權之舉發」4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。......職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查。」4.4.2「通知專利權人答辯之義務」：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。」
　㈢比對參加人所提之舉發理由書及原處分引用原證4、5之內容：
　　⒈舉發理由書引用原證4說明書第【0012】、【0055】至【0062】、【0063】-【0068】段，原處分則引用原證4說明書第【0066】、【0061】段，故原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證4之範圍。
　　⒉舉發理由書引用原證5說明書第【0064】段（用於解釋圖8和圖9中所示的接合過程）、第【0066】至【0074】段（配合圖8和圖9，用於說明步驟 A3-A5《等溫加壓、等壓升溫、等溫等壓》）、第【0072】段（特別是第1至2行，描述加熱機構151的溫度上升以及晶圓W的加熱過程）、第【0075】段（描述步驟 A6《持壓降溫》，包括加熱機構151 溫度降低、晶圓W冷卻以及第三溫度T3的設定）、【0089】 段（用於說明在工序B2中，晶圓W如何被間接加熱）、圖8、圖9（流程圖和說明圖，用於說明接合過程中的壓力、溫度變化）、及圖10（用於說明接合工序中晶圓W的狀態）。原處分則引用原證5說明書第【0066】、【0069】、【0072】、【0073】、【0075】、【0076】、【0089】段、圖8及圖9。故除第【0076】段外，原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證5之範圍。
　　⒊原證4與原證5為同一申請人，二者核心發明內容（利用可密閉處理腔室、載置台、加熱機構及氣體供給機構，通過加熱和加壓氣體實現晶片與基本結合避免基板翹曲）、裝置核心結構（兩者代表圖均為圖7且結構標號完全一致）、基本操作原理具有高度相似性，僅在製程中的溫度、壓力施加時序上存有差異。原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑹已敘明原證4、5具高度關聯性，旨在說明原證5與原證4所揭露技術內容的互通性，二者說明書技術內容高度相同甚至部分完全相同，故將原證5與原證4共通之技術內容與系爭專利請求項1部分元件進行比對，難謂逾越參加人原舉發理由範圍（例如原證5與原證4都揭露防止基板翹曲的技術內容，均可對應系爭專利請求項1要件編號1A；原證5與原證4都揭露一處理腔室100，均可對應系爭專利請求項1要件編號1B）。縱經本院審酌後未採用原證5實施例一（圖9），而原證5另一實施例二（圖16）已揭露與系爭專利請求項1要件編號1C、1D完全相符之製程，此業經本院依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，命當事人就原證5圖16表示意見，本院即得以之為裁判基礎（如前第四、㈠、⒉項所述），故原告前開主張理由即不足採。
　㈣參加人於舉發階段提出原證4至原證6，雖未具體指明何者為最接近之先前技術，然觀諸其所主張之具體事實，以及對各具體事實與證據間關係之敘明，參加人當時應係以原證4為主要引證，以原證5、6為其他引證。而依原處分第4至16頁之理由「㈤爭點之判斷」，被告則以原證5為主要引證，以原證4、6為其他引證。固然參加人之舉發理由與被告所為之原處分，就主要引證及所為技術特徵比對有別，惟本件存在原證4至原證6之多數引證案，各引證如何結合，本屬參加人已提出之理由及證據，專利專責機關即被告在舉發聲明及爭點範圍內本得予以判斷，並無原告所指職權審查之情事，則被告於原告與參加人為陳述後，於比對時係依據舉發理由與證據所揭示之技術特徵為整體比對，作成原處分，並無原告所稱未予原告限期答辯機會，被告無裁量空間，違反專利法第75條及行政程序第102條規定之情事。再者，參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁），本院業已逐項就各爭點詳列明細命當事人陳述意見，並於準備程序及言詞辯論程序詳由當事人言詞辯論，是以兩造及參加人對於此爭執，已於本院審理時為充分攻防，本院認定無論主要引證為原證5或原證4，經整體技術特徵比對，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
　㈤專利經提出舉發者，專利權人即應自行評估是否提出更正，尤其是可能舉發成立之專利權，專利權人提出更正，如符合更正相關規定，可能使該專利獲得存活之機會，就行政訴訟中應否保障專利權人之更正權，涉及專利權人、舉發人及社會公眾間相互對立之利益權衡，同時攸關當事人紛爭一次解決及訴訟經濟之考量，現行智慧財產案件審理制度，法院於民事事件對於專利有效性得自為判斷，且於行政事件得審理同一撤銷理由之新證據（智慧財產案件審理法第41條、第70條規定參照），為調和各方利益保障，並維護程序之公平，本院曾詢問原告主引證為原證4或原證5，對於技術認定有無差別？假設原告於原處分階段知悉以原證5為主引證，原告有無更正可能性？原告主張主引證不同，在思考上一定有所不同，且抽象上一定會有更正可能性，就本件具體個案上需與當事人討論等等（本院卷二第151頁），嗣具狀稱因其已無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，其更正利益當然受到影響，被告程序瑕疵並不會因訴願程序或訴訟程序給予陳述意見機會即當然補正云云。因本件被告及參加人仍援引原舉發證據，本院已曉諭爭點並賦予當事人就系爭專利之有效性充分辯論機會，亦詢問原告有無更正可能性，經其自行評估後復未表明其更正專利權之具體需求，本院自得依全案事證直接判斷系爭專利之有效性，毋庸發回命被告再就主引證選擇之順位另為處分之必要。　　
　㈥原告又主張原處分逕自引用第TZ000000000A、CZ000000000A、CZ000000000A號案為輔助證據，認定系爭專利請求項2不具進步性，逾越參加人主張理由及證據範圍，未通知原告答辯云云。
    ⒈原處分作成時之專利審查基準（2017年版）第二篇第三章「專利要件」3.6「審查注意事項」第⑸點規定；「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。」
    ⒉原處分第12頁之理由㈤、⒉、⑵認為系爭專利請求項2所界定之用以抑制材料翹曲之加壓氣體為一空氣及/或一氮氣係一般知識(參本院卷一第68至69頁)，為符合發明專利審查基準前開規定充分敘明理由，被告機關提供三個系爭專利之先前技術（即TZ000000000A、CZ000000000A、CZ000000000A）作為輔助證據用以說明在系爭專利申請前，以空氣或氮氣作為加壓氣體已為該技術領域文獻多次揭露，屬一般知識，已符合前開發明專利審查基準之規定，況被告亦於同段陳明「以上先前技術之專利文獻，係用以佐證處理腔室之加壓氣體使用空氣或氮氣僅係該技術領域於申請當時之通常知識，其用以證明證據1所揭露加壓氣體之輔助證據，非為比對系爭專利之新證據」，故原告前開主張委無可採。
　㈦至原告主張被告未於舉發階段命參加人提出原證5全文中譯本即作成原處分，並援引最高行政法院104年度判字第78號行政判決見解為據。然專利審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」4.3.2.2.2.2「外文證據與其中譯本」規定：「證明文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之。」準此，就外文證據之中譯本，審查人員如認無必要，即無需通知舉發人檢附，且中文譯本若與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，舉發人員仍應依證據審究之，並非將該外文證據予以排除。又前開最高行政法院判決指明該案參加人未提出正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及一審法院判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基礎，其結論自難其正確，故而廢棄一審判決，與本件參加人雖至本院審理時始提出中譯本，但未影響就原證5之技術判斷之正確性有所不同。故原告此部分主張尚無可採。
、綜上所述，經整體技術特徵比對，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性，且原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定，被告所為上開系爭專利請求項舉發成立之處分，即屬合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 　　　　
柒、結論：   　
　　依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　　　
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　28　　日
                          智慧財產第一庭
                            審判長法  官　汪漢卿
                                  法  官　陳端宜
                                  法  官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
		得不委任律師為訴訟代理人之情形

		所  需  要  件



		㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人

		1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。
3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。



		㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

		1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。



		是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

		








中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　9 　　日
    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

智慧財產及商業法院行政判決  

113年度行專訴字第50號

民國114年4月23日辯論終結

原      告  印能科技股份有限公司

代  表  人  洪誌宏 

訴訟代理人  呂紹凡律師 （兼上一人及次二人送達代收人）

            吳雅貞律師

            洪珮瑜專利師

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威 

訴訟代理人  劉聖尉 

參  加  人  歐門科技股份有限公司

代  表  人  林俊安 

訴訟代理人  江國慶專利師 

            洪聖濠律師（兼上二人送達代收人）

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11

3年7月29日經法字第11317303850號訴願決定，提起行政訴訟，

並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

　　主  文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、程序事項：

　　原告原起訴聲明第二項為：「被告對申請第110103942號『利

    用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法』發明專利請求項1至6

    應作成『舉發不成立』之審定。」（本院卷一第13頁），於被

    告為本案之言詞辯論前，在民國114年1月15日具狀變更（撤

    回）該項聲明（本院卷一第367頁），核於公益之維護無礙

    ，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應予准許。

貳、爭訟概要：

　　原告前於110年2月1日以「利用增加氣體密度抑制材料翹曲

    的方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6項，經被

    告准予專利（公告號第1740779號，下稱系爭專利）。 嗣參

    加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，對之

    提起舉發。被告以113年1月24日（113）智專議（二）04181

    字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成

    立，應予撤銷」之處分（下稱原處分，原證2），原告不服

    ，提起訴願，經經濟部以同年7月29日經法字第00000000000

    號訴願決定駁回（原證3），原告不服，向本院提起訴訟。

    本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決定及原處分，

    參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨

    立參加被告之訴訟。

參、原告主張要旨及聲明：

一、舉發人就舉發事由負有舉證之責任，專利專責機關「僅」就

    舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查，專利專責機關職

    權審酌舉發人未提出之理由及證據時，「應」具體闡明並通

    知專利權人給予陳述意見及答辯機會。參加人之舉發理由書

    援引原證4（即舉發之證據1）為「主要引證」進行技術特徵

    比對，原證5（即舉發之證據1）則為「補強證據」只少量引

    用圖8至9、說明書【0066】至【0075】等部分段落，原處分

    竟以原證5為「主要引據」進行技術特徵比對，甚而於參加

    人不曾主張之前提下，逕自認定原證5單獨即足證明系爭專

    利請求項1不具進步性云云，已明顯逾越參加人主張範圍，

    被告依職權審酌參加人未提出之舉發理由，卻未依法闡明及

    通知原告限期答辯，違反專利法第75條、行政程序法第102

    條規定，且專利權人既已無從於訴訟程予中針對權利範圍進

    行更正，專利權人之更正利益「當然」受到影響，原處分程

    序違法情形，已影響原告更正利益，無從因嗣後於訴願或訴

    訟程序中給予原告答辯機會而補正，應予撤銷。

二、由系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑

    制材料翹曲的方法」，以及說明書強調系爭專利遵循理想氣

    體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度」分佈的

    均勻性，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室

    內「氣體」溫度；受加工物（半導體元件）為固體而非氣體

    ，若將「第一預定溫度」及「第二預定溫度」強加解釋為「

    受加工物」於不同工作階段之溫度，勢必與系爭專利藉由遵

    循理想氣體狀態方程式、控制處理腔室內氣體溫度及壓力變

    化關聯性及技術手段之發明意涵，顯不相符。系爭專利申請

    專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」，應

    解釋為「符合第一預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度

    值」及「符合第二預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度

    值，且該溫度低於第一預定溫度」。而「預定溫度」係處理

    腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫度，

    由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益證「預定溫度

    」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，故本院請

    求項解釋似已不當引入請求項所未記載之技術特徵，而有違

    反專利法第58條第4項之疑慮。

三、縱依本院請求項解釋，原證4及原證5所欲解決課題為因晶片

    高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利

    所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「

    晶圓翹曲」的問題，顯有不同。原證4及原證5與系爭專利間

    之技術領域、所欲解決問題、功能及作用等既無明顯之關連

    性，尤其，原證4及原證5皆沒有意識到溫差產生熱應力的問

    題，通常知識者又如何會有動機參考原證4及5完成系爭專利

    ？在未有充分提示下，所屬領域具有通常知識者於面臨系爭

    專利欲解決之技術問題時，無從自該等先前技術中組合出系

    爭專利的特定技術方案。故原證4、原證5之組合或原證4、5

    、6之組合無法證明系爭專利請求項1至6不具進步性。

四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

肆、被告答辯要旨及聲明：　　　

一、原處分第8至9頁記載與舉發理由所主張爭點「依據證據1（

    即原證4）及證據2（即原證5）之組合系爭專利請求項1違反

    進步性」並無差異。又原處分以原證5第8至9圖及第8至9圖

    對應之說明書相關段落說明比對系爭專利請求項1之技術特

    徵，與舉發理由第4、6至8頁所載並無差異，即便原處分引

    用原證5比對系爭專利請求項1之部分技術特徵與舉發理由引

    用原證4比對系爭專利請求項1之部分技術特徵有所不同，惟

    原處分引用原證5內容並未逸脫舉發理由所提證據及理由之

    範圍，在無引入新證據及新理由之前提下，自難稱舉發審定

    有依「職權審查」而未踐行交付原告答辯之情事，故原處分

    並無違誤。　　 　　

二、本件以原證5為主要引證，依本院對於系爭專利申請專利範

    圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋為「

    受加工物於不同工作階段之溫度」，原證4、原證5之組合或

    原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步

    性。　　

三、聲明：駁回原告之訴。

伍、參加人答辯要旨及聲明：

一、原處分據以認定系爭專利不具進步性之原證4與原證5是於舉

    發程序中已提出之證據，即非「舉發人未提出之理由及證據

    」，被告於舉發人提出之爭點範圍內，依照參加人所提出證

    據及理由為判斷，非屬專利法第75條之職權審查，原告主張

    被告做成處分有程序上瑕疵應予撤銷並無理由。　　

二、根據系爭專利請求項1之記載:「(b)使該處理腔室內的溫度

    上升至一第一預定溫度….讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的

    工作環境中……(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度

    以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續該處理

    腔室輸入至少依該氣體…」，「第一預定溫度」、「第二預

    定溫度」為利用加熱裝置提升或降低後之溫度。因為密閉系

    統，熱能會均勻擴及腔室及被處理元件（晶圓）。加熱處理

    腔室內氛圍氣體溫度分佈均勻，晶圓亦被予以加熱，如此抑

    制半導體元件發生翹曲。

三、根據本院之解釋，以第一預定溫度、第二預定溫度為指受加

    工物於不同工作階段之溫度為基礎，以原證5為主要引證，

    原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專

    利請求項1至6不具進步性。　　

四、聲明：駁回原告之訴。

陸、爭點（本院卷二第9至10頁）：

一、程序方面：原處分有無違反專利法第75條及行政程序法第10

    2條規定？

二、如何解釋系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及

    「第二預定溫度」之意義？

三、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性

    ？

四、原證4、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項2不具進步

    性？

五、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項3不具進步性

    ？

六、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項4不具進步性

    ？

七、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步性

    ？

八、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性

    ？

柒、本院的判斷：

一、應適用的法令：

　㈠系爭專利於110年2月1日申請，於同年8月10日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）。

  ㈡依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術

    思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技

    術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成

    時，不得取得發明專利。另發明專利權有違反同法第22條第

    2項規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71

    條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規

    定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附

    具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，

    自應為舉發成立之處分。　

二、系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍及請求

    項1之要件特徵解析，如附表1所示。至參加人所提引證（舉

    發證據編號為證據1至證據3，如附表2所示。以下僅稱原證4

    至原證6），其公開日皆早於系爭專利申請日，可作為系爭

    專利之先前技術（相關技術內容及圖式如附表2所示）。

三、系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預

    定溫度」之解釋：

　㈠核准時專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請

    專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及

    圖式」。專利權範圍，係以申請專利範圍為準，而申請專利

    範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，核屬法律適用之

    問題，就申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之事

    項，無辯論主義之適用，法院不受當事人主張之拘束。本件

    當事人雖未明白爭執系爭專利之用語，然觀其等書狀內容，

    隱含對系爭專利申請專利範圍之「第一預定溫度」及「第二

    預定溫度」用語存有不同見解，故本院依職權命當事人就上

    開用語表示意見後，即通知本院所為之解釋，並命其等以此

    為基礎，就系爭專利有效性爭點進行攻防（本院卷一第459

    頁、本院卷二第10、61頁）。　　　

　㈡系爭專利說明書所記載之技術手段聚焦於抑制「半導體元件

    翹曲」，其中說明書第【0002】段記載晶圓(半導體元件)在

    處理腔室內進行高溫高壓製程時，會因處理腔室內溫度分佈

    的均勻性欠佳，導致「晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的

    熱膨脹或熱收縮」，最終造成翹曲(warpage)」。說明書第

    【0005】段再次強調系爭專利所欲解決的技術問題是習知晶

    圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時經常由於處理腔室

    內溫度分佈的均勻性欠佳導致該晶圓因各部位溫度差異產生

    熱應力而翹曲(warpage)。說明書第【0007】段記載系爭專

    利旨在提供一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法。上

    開說明書段落表明系爭專利的核心技術係「抑制半導體元件

    翹曲」，而翹曲的直接原因係「半導體元件各部位溫度差異

    」。因此，系爭專利要解決的溫度均勻性問題，理應聚焦於

    受加工元件本身的溫度均勻性，方能有效抑制翹曲，而系爭

    專利說明書中受加工元件可為半導體元件(系爭專利說明書

    第【0001】段)或晶圓(說明書第【0002】段)。故系爭專利

    申請專利範圍中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解

    釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」實更符合系爭專利

    之技術思想與實際應用情境，亦較能體現系爭專利「抑制半

    導體元件翹曲」之發明目的。

  ㈢原告雖主張「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加

    工物」於不同工作階段之溫度，系爭專利請求項文字明確界

    定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，說明書

    強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔

    室內「氣體溫度分佈的均勻性」，可知系爭專利界定之「預

    定溫度」應係指處理腔室內「氣體溫度」，由請求項中類似

    用語「預定壓力」之意涵，益可證明「預定溫度」不可能為

    「受加工物於不同工作階段之溫度」，「預定壓力」應係指

    「該處理腔室內」的壓力，而不可能為「受加工物」於不同

    工作階段之壓力，請求項體系上類似用語之「預定溫度」，

    也不應該被解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度云云。

　　⒈系爭專利之名稱及請求項均載明其發明目的係「抑制材料

      翹曲」，對所屬技術領域具通常知識者而言，所謂「材料

      翹曲」係源自受加工物（系爭專利稱半導體元件或晶圓）

      各層材料間因溫度差異或壓力差異產生熱膨脹或熱縮收所

      導致，故控制被加工物上不同材料層之溫度及壓力分佈始

      為系爭專利解決翹曲問題的關鍵所在。再者，系爭專利說

      明書第【0002】段亦記載「……惟當晶圓於處理腔室內進行

      高溫高壓相關製程時，經常由於處理腔室內溫度分佈的均

      勻性欠佳，造成晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱膨

      脹或熱收縮……晶圓上各層材料因壓差而產生應力及產生振

      動現象，導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力，並結

      合氣體壓力變化引發晶圓各層材料間因壓差產生應力及產

      生振動現象而翹曲……」，足見系爭專利探討因溫度或壓力

      不均導致翹曲現象之主體均是受加工物（即半導體元件或

      晶圓），系爭專利中控制處理腔室內氣體溫度或壓力之分

      佈均勻之最終目的在於透過熱平衡或氣壓平衡機制，以期

      達到受加工物各材料層間溫度或壓力分佈均勻，最終受熱

      或受壓主體仍為處理腔室內的受加工物，故原告前開主張

      殊難憑採。

　　⒉此外，倘若「預定溫度」可解釋為處理腔室內「氣體溫度

      」（僅為假設），則量測「氣體溫度」或如何定義「氣體

      溫度」達到「均勻」必然為系爭專利之技術核心，然綜觀

      系爭專利說明書全文，均未提及如何量測處理腔室內之氣

      體溫度，亦未記載如何定義腔室內「氣體溫度」已達原告

      所主張之「均勻」，足見系爭專利之技術核心並非在於控

      制「氣體溫度」，故原告此部分主張即無可採。

　㈣原告另主張系爭專利請求項中所界定之「預定壓力」係處理

    腔室內的「氣體壓力」，故可類推「預定溫度」為「氣體溫

    度」云云。惟對所屬技術領域具通常知識者而言，壓力和溫

    度在物理性質上存有根本差異，氣體壓力在一密閉處理腔室

    中可迅速達到均勻平衡，單一氣壓值或可代表整個腔室的壓

    力狀態實為氣體固有之特性；溫度則不然，溫度受處理腔室

    內之氣體或受加工物各層材料本身熱傳導速率、熱容及幾何

    形狀等因素影響，腔室內之溫度易呈現不均勻分佈現象。簡

    言之，即便處理腔室內氣體溫度本身已達到均勻，亦難稱受

    加工物各層材料間已隨氣體溫度迅速同步達到溫度均勻而能

    抑制翹曲，只有在受加工物各層材料達到溫度均勻時，方能

    稱有抑制翹曲之效。基上，溫度與壓力係完全不同之物理量

    ，其量測方式與原理亦完全不同，故原告主張壓力與溫度類

    推適用云云即不足採。　

四、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

　㈠「以原證5為主要引證，原證4為其他引證」之技術分析：

　　⒈被告及參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本院

      卷二第150頁。關於原告所指原處分程序瑕疵，詳後第十

      項所述），依此判斷系爭專利請求項1進步性之爭點，即

      以選定之原證5，先與申請專利之發明的技術內容進行差

      異比對，將其他引證即原證4，針對系爭專利申請專利之

      發明所欲解決之技術問題，綜合考量原證5及原證4間之技

      術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或

      技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引

      證是否已明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之教

      示或建議等因素，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知

      識者是否有動機以原證5所揭露之技術內容為基礎，結合

      原證4加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請專利之發

      明（最高行政法院113年度上字第132號判決參照）。

　　⒉經本院閱覽兩造及參加人之陳述與參加人所提之原證5、原

      證4之技術內容後，依智慧財產案件審理法第6條第4項規

      定，通知兩造及參加人就「原證5圖16之實施例所揭露之

      處理腔室之壓力P，是否與晶圓W之溫度T上升曲線與系爭

      專利請求項1所界定「同時上升」相符？」之技術問題表

      示意見（本院卷一第460頁之說明五），業經兩造及參加

      人具狀並於準備程序及言詞辯論程序詳為辯論，本院即得

      以之為裁判基礎。　

　　⒊原證5與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

　　　原證5說明書第【0072】段揭露「處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力變化所伴隨之晶圓W的起伏」。原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9MPa(圖15之步驟B2，圖16(b))」。其中「……處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲……」以及「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2」均可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。

　　⒋原證5與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　　　　

      原證5說明書第【0028】段揭露「接合系統1中，如圖3及圖4所示，將作為基板的晶圓W與多個晶片C接合。晶圓W例如係在矽晶圓或化合物半導體晶圓等形成有元件的半導體晶圓(元件晶圓)。在晶圓W的表面形成有多個凸塊」。原證5說明書第【0066】段及圖8揭露「接著，接合裝置30中，如圖11所示，藉由移動機構130使上部腔室101移動至上方，將處理腔室100開啟。然後，晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部，並傳遞至預先上升而待機之升降銷160。此時，晶圓W的溫度為常溫，例如25°C」。其中「基板的晶圓W與多個晶片C接合」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數個半導體元件」；其中「晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。

　　⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：　

      ⑴原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。原證5說明書第【0088】段揭露「於工程B2中，晶圓W雖然是以昇降銷160保持著，由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1，例如150℃以上」。原證5說明書第【0091】段揭露「當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時……晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」。原證5說明書第【0092】段揭露「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，例如30分鐘……」。其中「工程B2中……由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1」、「……當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」，及圖16中對應工程B2、B3之時間段，在該時間段中，晶圓W溫度先上升至接近T1之後再上升至T2。

　　　⑵依前開說明書段落：

　　　　①其中「晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2」可對應系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度」；　　　　

　　　　②其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」及圖16中對應工程B2之時間段，在該時間段中，處理腔室內的壓力與溫度同時都上升，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力；

　　　　③其中當處理腔室壓力到達P2，溫度達到T2時，可對應系爭專利請求項1要件編號1C「讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中」；

　　　　④其中「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，」及圖16中對應工程B4之時間段，此時晶圓W溫度、處理腔室之壓力均持平一段時間，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程」。

　　　　⑤對該領域具通常知識者而言，原證5揭露將處理腔室輸入氣體提高其壓力可以提升熱傳導效率，促進熱交換，從而改善腔室內的溫度分佈均勻性，雖原證5並未直接揭露「輸入氣體提高處理腔室壓力」與「溫度均勻性」之關係，然其作用機制存在潛在關聯性，屬原證5說明書揭露內容所實質隱含之技術內容，自可對應系爭專利請求項1要件編號1C「藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵。

　　⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：　　

      ⑴原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。原證5說明書第【0093】段揭露「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……若急速冷卻晶圓W，晶片C可能產生翹曲，但晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲。此外，處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」。

　　　⑵依前開說明書段落：

　　　　①其中「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度」；

　　　　②其中「處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片Ｃ被按壓於晶圓Ｗ，更進一步抑制晶片Ｃ的翹曲」及圖16工程B5對應時間段，處理腔室壓力於該時間段等壓維持於P2，可對應系爭專利請求項1要件編號1D「同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程」；

　　　　③其中「晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲……晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」。

　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使

        該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速

        率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入

        至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各

        該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度

        分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差

        而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件

        發生翹曲」全部技術特徵。

    ⒎綜上所述，原證5單獨已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，原證5及原證4均屬晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自當有充足動機能組合原證5及原證4之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

　  ⒏原告雖主張：原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不

      一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲

      解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶

      圓翹曲」的問題，顯有不同云云。惟原證4說明書第【007

      6】段揭露「由於是在工程S3中，在將晶圓W載置於載置台

      150之前，一邊使升降銷160下降，一邊進行晶圓W的溫度

      整平，因此，可抑制晶圓W之翹曲」，原證5說明書第【00

      11】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀

      態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導

      致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之

      晶圓W的起伏」，顯見在原證4及原證5中提到的「晶圓翹

      曲」係包含晶圓W整體翹曲而非單指晶片接合處的特定變

      形。故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之

      共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識

      者自有充足動機組合原證4、原證5所揭露的技術內容以完

      成系爭專利之發明，原告前開主張即不足採。

　　⒐原告又主張：原處分未附理由逕認原證4及原證5之結合足

      證系爭專利不具進步性云云，與最高行政法院之判決意旨

      相悖，原證4及原證5皆未意識到溫差產生熱應力的問題，

      通常知識者如何有動機參考原證4及5完成系爭專利云云。

　　　⑴原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑸、⑹已說明「……證據2（即

        原證5）即已揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，發

        明所屬技術領域具有通常知識者於參酌證據2揭露內容

        後，即能輕易完成系爭專利請求項1所請發明……證據1（

        即原證4）及證據2為相同申請人之不同發明，證據1第5

        、7圖揭露與證據2第5、7圖均揭露有相似之處理腔室結

        構，故兩者具高度關聯性，又證據2即足以證明系爭專

        利請求項1不具進步性已如前述，故證據1及2之結合足

        以證明系爭專利請求項1不具進步性」，顯見原處分係

        認為原證5單獨即可證明系爭專利請求項1不具進步性，

        加以原證4、5說明書內容高度相似，其技術領域、所欲

        解決問題共通性及功能或作用之共通性必然相仿，所屬

        技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭

        露之技術內容以完成系爭專利之發明，故原處分已附理

        由，原告前開主張殊難憑採。

　　　⑵原證4說明書第【0062】段揭露「……晶圓W的溫度會急遽上升，而導致該晶圓W產生翹曲……藉由進行晶圓W之溫度整平的方式，可抑制該晶圓W之翹曲」，其中「溫度整平」即指溫度均勻化，目的就是為了避免晶圓因快速或不均勻的溫度變化而產生翹曲，故原證4明確揭露若不進行溫度均勻化處理，晶圓溫度急劇變化會導致翹曲。原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，故原證5明確揭露緩慢升溫可抑制晶圓翹曲。原證4、5均揭露因溫度變化不當(包括快速變化、導致溫度不均)所引起的晶圓或晶片翹曲問題，以及通過溫度整平(原證4)或緩慢升降溫(原證5)等手段來控制溫度變化，以抑制翹曲的發生，故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，故原告主張即不足採。

　㈡「以原證4為主要引證，原證5為其他引證」之技術分析：

　　⒈依原告所述，按參加人舉發時所提舉發理由之論述次序，

      以原證4為主要引證，判斷系爭專利請求項1是否不具進步

      性之爭點。

　　⒉原證4與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

　　　原證4說明書第【009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……從氣體供給機構對處理腔室的內部供給加壓氣體，並將該處理腔室的內部加壓至預定壓力……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片……可一邊將基板與複數個晶片加熱至預定溫度，一邊適當地進行推壓，從而可適當地接合該基板與複數個晶片」。依據本院前開申請專利範圍之解釋，其中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」，原證4說明書揭露「複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」，已揭露增加處理腔室內壓，推壓複數堆疊之晶片，使其受力貼合，雖然原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，惟對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容，可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。

　　⒊原證4與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　

      原證4說明書第【0009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」。其中「基板上複數晶片」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數半導體元件」。其中「將基板搬入至處理腔室之內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。

　　⒋原證4與系爭專利請求項1要件編號1C、1D之比對：　　

      原證4與系爭專利請求項1相較並未揭露系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。此外，原證4亦未揭露系爭專利請求項1要件編號1D「處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。

    ⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：

　　　如前第四、㈠、⒌項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。

    ⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：

　　　如前第四、㈠、⒍項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要

      件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度

      以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該

      處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定

      壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升

      氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間

      因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體

      元件發生翹曲」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專

      利請求項1主要差異技術特徵2。

　　⒎綜上所述，原證4與原證5之組合已揭露系爭專利請求項1全

      部技術特徵，且原證4及原證5均係晶片接合之技術領域，

      且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程

      ，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者

      當有充足動機能組合原證4及原證5之技術內容以完成系爭

      專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系

      爭專利請求項1不具進步性。

　㈢從而，無論主要引證為原證5或原證4，經整體判斷此二引證

    之技術內容，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項

    1不具進步性。　　　

五、原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

　㈠系爭專利請求項2依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證4、5並未揭露該輸入氣體之具體成分，然空氣或氮氣係低成本與低化學活性之氣體，以空氣或氮氣作為加壓氣體對於該技術領域具通常知識者而言實屬習知之通常知識，況系爭專利說明書雖記載該用以加壓之輸入氣體係空氣或氮氣，然未記載使用空氣或氮氣作為加壓氣體究竟有何有利功效或不可預期之功效，益徵使用空氣或氮氣作為加壓氣體為習知通常知識。再者，原證6揭露一種抑制材料翹曲的方法，原證6說明書第【0009】段揭露「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體，使氣體經由各該氣體通道流入各該氣囊，讓各該氣囊內部充滿氣體至第一預定壓力」。原證6說明書第【0014】段揭露「該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」，其中「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體……該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」可對應系爭專利請求項2「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中至少一該氣體係為一空氣及/或一氮氣」全部技術特徵。

　㈢綜上，原證4、5、6之組合已揭露系爭專利請求項2全部技術特徵，原證4、5、6均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5、6直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5、6之技術內容以完成系爭專利請求項2之發明，故原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。　　

六、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

　㈠系爭專利請求項3依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵

    ，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階

    段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」

    。其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，

    例如0.9Mpa」代表將一定數量之氣體分子輸入處理腔室使其

    壓力提升可對應系爭專利請求項3「其中在步驟(b)中至少一

    該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子

    使該處理腔室保持在該預定壓力」。原證4、原證5雖未直接

    揭露氣體壓力上升與處理腔室內溫度分佈均勻性之關係，惟

    原證4、原證5均已揭露輸入氣體至處理腔體，該處理腔體內

    壓力增加表示其密度亦增加，意味著單位體積內有更多氣體

    分子。這些分子作為熱傳導的載體，能更有效地傳遞熱量，

    故可輕易得知腔室內溫度分佈更均勻係壓力上升之必然結果

    ，故可對應系爭專利請求項3「藉由該預定數量的氣體分子

    控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項3「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力，藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，雖原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，然對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容其作用均是要防止晶片翹曲，而原證5直接揭露防止翹曲，故原證4、5具功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項3之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

七、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

　㈠系爭專利請求項4依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵

    ，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0102】段揭露「加熱晶圓W的第二溫度T2（2

    00℃~270℃）僅為示例，可以根據不同條件任意設定」。其中

    「第二溫度T2（200℃~270℃）」可對應系爭專利請求項4「其

    中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的

    範圍」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項4「如請求項1

    之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室

    內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」全部技

    術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，

    其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5直接揭

    露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知

    識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專

    利請求項4之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請

    求項4不具進步性。

八、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

　㈠系爭專利請求項5依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵

    ，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降

    到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……

    此時，晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，

    如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢

    地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。雖然原證5說明書第

    【0075】段所記載之技術內容與原證5圖15、16所揭露者分

    屬不同實施例，惟其均係相似的接合製程，包含升溫、維持

    、降溫的步驟，T3在前開二實施例中都代表降溫階段的溫度

    ，況系爭專利說明書通篇均未記載將處理腔室內之第二預定

    溫度控制在大於25℃至等於100℃的範圍究竟有何不可預期之

    功效，故原證5「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，

    例如室溫」可對應系爭專利請求項5「其中該處理腔室內之

    該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，且該

    第二預定溫度小於該第一預定溫度」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項5「如請求項1

    之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室

    內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，

    且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」全部技術特徵。原

    證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是

    要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有

    功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足

    動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項5之

    發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進

    步性。　　

九、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

　㈠系爭專利請求項6依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵

    ，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「將晶圓W保持在與載置台150

    上方分離的狀態，將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓

    力P2，例如0.9MPa（圖15的步驟B2）……」其中「將處理腔室

    100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa」經換算後

    約為8.88atm，故可對應系爭專利請求項6「處理腔室內之該

    預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓(at

    m)的範圍」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項6「如請求項1

    之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室

    內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大

    氣壓(atm)的範圍」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處

    理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原

    證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通

    性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4

    、5之技術內容以完成系爭專利請求項6之發明，故原證4、5

    之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。　　

十、原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定：

　㈠原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於

    舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提

    出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯

    者，逕予審查。」又行政程序法第102條規定：「行政機關

    作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39

    條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，

    應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，

    從其規定。」　　

　㈡原處分作成時之專利審查基準（2019年版）第五篇第一章「

    專利權之舉發」4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：「

    職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例

    外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限

    制。......職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌

    舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤

    銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事

    由，尚不得發動職權審查。」4.4.2「通知專利權人答辯之

    義務」：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出

    之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權

    審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。」

　㈢比對參加人所提之舉發理由書及原處分引用原證4、5之內容

    ：

　　⒈舉發理由書引用原證4說明書第【0012】、【0055】至【00

      62】、【0063】-【0068】段，原處分則引用原證4說明書

      第【0066】、【0061】段，故原處分並未逸脫舉發理由書

      所指陳原證4之範圍。

　　⒉舉發理由書引用原證5說明書第【0064】段（用於解釋圖8

      和圖9中所示的接合過程）、第【0066】至【0074】段（

      配合圖8和圖9，用於說明步驟 A3-A5《等溫加壓、等壓升

      溫、等溫等壓》）、第【0072】段（特別是第1至2行，描

      述加熱機構151的溫度上升以及晶圓W的加熱過程）、第【

      0075】段（描述步驟 A6《持壓降溫》，包括加熱機構151 

      溫度降低、晶圓W冷卻以及第三溫度T3的設定）、【0089

      】 段（用於說明在工序B2中，晶圓W如何被間接加熱）、

      圖8、圖9（流程圖和說明圖，用於說明接合過程中的壓力

      、溫度變化）、及圖10（用於說明接合工序中晶圓W的狀

      態）。原處分則引用原證5說明書第【0066】、【0069】

      、【0072】、【0073】、【0075】、【0076】、【0089】

      段、圖8及圖9。故除第【0076】段外，原處分並未逸脫舉

      發理由書所指陳原證5之範圍。

　　⒊原證4與原證5為同一申請人，二者核心發明內容（利用可

      密閉處理腔室、載置台、加熱機構及氣體供給機構，通過

      加熱和加壓氣體實現晶片與基本結合避免基板翹曲）、裝

      置核心結構（兩者代表圖均為圖7且結構標號完全一致）

      、基本操作原理具有高度相似性，僅在製程中的溫度、壓

      力施加時序上存有差異。原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑹

      已敘明原證4、5具高度關聯性，旨在說明原證5與原證4所

      揭露技術內容的互通性，二者說明書技術內容高度相同甚

      至部分完全相同，故將原證5與原證4共通之技術內容與系

      爭專利請求項1部分元件進行比對，難謂逾越參加人原舉

      發理由範圍（例如原證5與原證4都揭露防止基板翹曲的技

      術內容，均可對應系爭專利請求項1要件編號1A；原證5與

      原證4都揭露一處理腔室100，均可對應系爭專利請求項1

      要件編號1B）。縱經本院審酌後未採用原證5實施例一（

      圖9），而原證5另一實施例二（圖16）已揭露與系爭專利

      請求項1要件編號1C、1D完全相符之製程，此業經本院依

      智慧財產案件審理法第6條第4項規定，命當事人就原證5

      圖16表示意見，本院即得以之為裁判基礎（如前第四、㈠

      、⒉項所述），故原告前開主張理由即不足採。

　㈣參加人於舉發階段提出原證4至原證6，雖未具體指明何者為

    最接近之先前技術，然觀諸其所主張之具體事實，以及對各

    具體事實與證據間關係之敘明，參加人當時應係以原證4為

    主要引證，以原證5、6為其他引證。而依原處分第4至16頁

    之理由「㈤爭點之判斷」，被告則以原證5為主要引證，以原

    證4、6為其他引證。固然參加人之舉發理由與被告所為之原

    處分，就主要引證及所為技術特徵比對有別，惟本件存在原

    證4至原證6之多數引證案，各引證如何結合，本屬參加人已

    提出之理由及證據，專利專責機關即被告在舉發聲明及爭點

    範圍內本得予以判斷，並無原告所指職權審查之情事，則被

    告於原告與參加人為陳述後，於比對時係依據舉發理由與證

    據所揭示之技術特徵為整體比對，作成原處分，並無原告所

    稱未予原告限期答辯機會，被告無裁量空間，違反專利法第

    75條及行政程序第102條規定之情事。再者，參加人於本院

    審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁），本院

    業已逐項就各爭點詳列明細命當事人陳述意見，並於準備程

    序及言詞辯論程序詳由當事人言詞辯論，是以兩造及參加人

    對於此爭執，已於本院審理時為充分攻防，本院認定無論主

    要引證為原證5或原證4，經整體技術特徵比對，原證4及原

    證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

　㈤專利經提出舉發者，專利權人即應自行評估是否提出更正，尤其是可能舉發成立之專利權，專利權人提出更正，如符合更正相關規定，可能使該專利獲得存活之機會，就行政訴訟中應否保障專利權人之更正權，涉及專利權人、舉發人及社會公眾間相互對立之利益權衡，同時攸關當事人紛爭一次解決及訴訟經濟之考量，現行智慧財產案件審理制度，法院於民事事件對於專利有效性得自為判斷，且於行政事件得審理同一撤銷理由之新證據（智慧財產案件審理法第41條、第70條規定參照），為調和各方利益保障，並維護程序之公平，本院曾詢問原告主引證為原證4或原證5，對於技術認定有無差別？假設原告於原處分階段知悉以原證5為主引證，原告有無更正可能性？原告主張主引證不同，在思考上一定有所不同，且抽象上一定會有更正可能性，就本件具體個案上需與當事人討論等等（本院卷二第151頁），嗣具狀稱因其已無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，其更正利益當然受到影響，被告程序瑕疵並不會因訴願程序或訴訟程序給予陳述意見機會即當然補正云云。因本件被告及參加人仍援引原舉發證據，本院已曉諭爭點並賦予當事人就系爭專利之有效性充分辯論機會，亦詢問原告有無更正可能性，經其自行評估後復未表明其更正專利權之具體需求，本院自得依全案事證直接判斷系爭專利之有效性，毋庸發回命被告再就主引證選擇之順位另為處分之必要。　　

　㈥原告又主張原處分逕自引用第TZ000000000A、CZ000000000A

    、CZ000000000A號案為輔助證據，認定系爭專利請求項2不

    具進步性，逾越參加人主張理由及證據範圍，未通知原告答

    辯云云。

    ⒈原處分作成時之專利審查基準（2017年版）第二篇第三章

      「專利要件」3.6「審查注意事項」第⑸點規定；「認定申

      請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術

      之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章3.2.1「

      該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須檢

      附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘

      明理由。」

    ⒉原處分第12頁之理由㈤、⒉、⑵認為系爭專利請求項2所界定

      之用以抑制材料翹曲之加壓氣體為一空氣及/或一氮氣係

      一般知識(參本院卷一第68至69頁)，為符合發明專利審查

      基準前開規定充分敘明理由，被告機關提供三個系爭專利

      之先前技術（即TZ000000000A、CZ000000000A、CZ000000

      000A）作為輔助證據用以說明在系爭專利申請前，以空氣

      或氮氣作為加壓氣體已為該技術領域文獻多次揭露，屬一

      般知識，已符合前開發明專利審查基準之規定，況被告亦

      於同段陳明「以上先前技術之專利文獻，係用以佐證處理

      腔室之加壓氣體使用空氣或氮氣僅係該技術領域於申請當

      時之通常知識，其用以證明證據1所揭露加壓氣體之輔助

      證據，非為比對系爭專利之新證據」，故原告前開主張委

      無可採。

　㈦至原告主張被告未於舉發階段命參加人提出原證5全文中譯本

    即作成原處分，並援引最高行政法院104年度判字第78號行

    政判決見解為據。然專利審查基準第五篇第一章「專利權之

    舉發」4.3.2.2.2.2「外文證據與其中譯本」規定：「證明

    文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附中

    文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該

    證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中

    已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文譯

    本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究

    之。」準此，就外文證據之中譯本，審查人員如認無必要，

    即無需通知舉發人檢附，且中文譯本若與外文不符或舉發人

    未補送中文譯本者，舉發人員仍應依證據審究之，並非將該

    外文證據予以排除。又前開最高行政法院判決指明該案參加

    人未提出正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及一審

    法院判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基礎，

    其結論自難其正確，故而廢棄一審判決，與本件參加人雖至

    本院審理時始提出中譯本，但未影響就原證5之技術判斷之

    正確性有所不同。故原告此部分主張尚無可採。

、綜上所述，經整體技術特徵比對，原證4、原證5之組合或原

    證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性

    ，且原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規

    定，被告所為上開系爭專利請求項舉發成立之處分，即屬合

    法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無理

    由，應予駁回。

、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果 

    無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 　　　　

柒、結論：   　

　　依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段

    ，判決如主文。　　　　　　

中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　28　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表

    明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內

    向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提

    起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按

    他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，

    逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟

    法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不

    委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形 所  需  要  件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。  

中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　9 　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷




智慧財產及商業法院行政判決  
113年度行專訴字第50號
民國114年4月23日辯論終結
原      告  印能科技股份有限公司
代  表  人  洪誌宏 
訴訟代理人  呂紹凡律師 （兼上一人及次二人送達代收人）
            吳雅貞律師
            洪珮瑜專利師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  廖承威 
訴訟代理人  劉聖尉 
參  加  人  歐門科技股份有限公司
代  表  人  林俊安 
訴訟代理人  江國慶專利師 
            洪聖濠律師（兼上二人送達代收人）
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年7月29日經法字第11317303850號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
　　主  文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
壹、程序事項：
　　原告原起訴聲明第二項為：「被告對申請第110103942號『利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法』發明專利請求項1至6應作成『舉發不成立』之審定。」（本院卷一第13頁），於被告為本案之言詞辯論前，在民國114年1月15日具狀變更（撤回）該項聲明（本院卷一第367頁），核於公益之維護無礙，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應予准許。
貳、爭訟概要：
　　原告前於110年2月1日以「利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6項，經被告准予專利（公告號第1740779號，下稱系爭專利）。 嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，對之提起舉發。被告以113年1月24日（113）智專議（二）04181字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分，原證2），原告不服，提起訴願，經經濟部以同年7月29日經法字第00000000000號訴願決定駁回（原證3），原告不服，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。
參、原告主張要旨及聲明：
一、舉發人就舉發事由負有舉證之責任，專利專責機關「僅」就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查，專利專責機關職權審酌舉發人未提出之理由及證據時，「應」具體闡明並通知專利權人給予陳述意見及答辯機會。參加人之舉發理由書援引原證4（即舉發之證據1）為「主要引證」進行技術特徵比對，原證5（即舉發之證據1）則為「補強證據」只少量引用圖8至9、說明書【0066】至【0075】等部分段落，原處分竟以原證5為「主要引據」進行技術特徵比對，甚而於參加人不曾主張之前提下，逕自認定原證5單獨即足證明系爭專利請求項1不具進步性云云，已明顯逾越參加人主張範圍，被告依職權審酌參加人未提出之舉發理由，卻未依法闡明及通知原告限期答辯，違反專利法第75條、行政程序法第102條規定，且專利權人既已無從於訴訟程予中針對權利範圍進行更正，專利權人之更正利益「當然」受到影響，原處分程序違法情形，已影響原告更正利益，無從因嗣後於訴願或訴訟程序中給予原告答辯機會而補正，應予撤銷。
二、由系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，以及說明書強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度」分佈的均勻性，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室內「氣體」溫度；受加工物（半導體元件）為固體而非氣體，若將「第一預定溫度」及「第二預定溫度」強加解釋為「受加工物」於不同工作階段之溫度，勢必與系爭專利藉由遵循理想氣體狀態方程式、控制處理腔室內氣體溫度及壓力變化關聯性及技術手段之發明意涵，顯不相符。系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」，應解釋為「符合第一預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度值」及「符合第二預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度值，且該溫度低於第一預定溫度」。而「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫度，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益證「預定溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，故本院請求項解釋似已不當引入請求項所未記載之技術特徵，而有違反專利法第58條第4項之疑慮。
三、縱依本院請求項解釋，原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶圓翹曲」的問題，顯有不同。原證4及原證5與系爭專利間之技術領域、所欲解決問題、功能及作用等既無明顯之關連性，尤其，原證4及原證5皆沒有意識到溫差產生熱應力的問題，通常知識者又如何會有動機參考原證4及5完成系爭專利？在未有充分提示下，所屬領域具有通常知識者於面臨系爭專利欲解決之技術問題時，無從自該等先前技術中組合出系爭專利的特定技術方案。故原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合無法證明系爭專利請求項1至6不具進步性。
四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
肆、被告答辯要旨及聲明：　　　
一、原處分第8至9頁記載與舉發理由所主張爭點「依據證據1（即原證4）及證據2（即原證5）之組合系爭專利請求項1違反進步性」並無差異。又原處分以原證5第8至9圖及第8至9圖對應之說明書相關段落說明比對系爭專利請求項1之技術特徵，與舉發理由第4、6至8頁所載並無差異，即便原處分引用原證5比對系爭專利請求項1之部分技術特徵與舉發理由引用原證4比對系爭專利請求項1之部分技術特徵有所不同，惟原處分引用原證5內容並未逸脫舉發理由所提證據及理由之範圍，在無引入新證據及新理由之前提下，自難稱舉發審定有依「職權審查」而未踐行交付原告答辯之情事，故原處分並無違誤。　　 　　
二、本件以原證5為主要引證，依本院對於系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度」，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。　　
三、聲明：駁回原告之訴。
伍、參加人答辯要旨及聲明：
一、原處分據以認定系爭專利不具進步性之原證4與原證5是於舉發程序中已提出之證據，即非「舉發人未提出之理由及證據」，被告於舉發人提出之爭點範圍內，依照參加人所提出證據及理由為判斷，非屬專利法第75條之職權審查，原告主張被告做成處分有程序上瑕疵應予撤銷並無理由。　　
二、根據系爭專利請求項1之記載:「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度….讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中……(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續該處理腔室輸入至少依該氣體…」，「第一預定溫度」、「第二預定溫度」為利用加熱裝置提升或降低後之溫度。因為密閉系統，熱能會均勻擴及腔室及被處理元件（晶圓）。加熱處理腔室內氛圍氣體溫度分佈均勻，晶圓亦被予以加熱，如此抑制半導體元件發生翹曲。
三、根據本院之解釋，以第一預定溫度、第二預定溫度為指受加工物於不同工作階段之溫度為基礎，以原證5為主要引證，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。　　
四、聲明：駁回原告之訴。
陸、爭點（本院卷二第9至10頁）：
一、程序方面：原處分有無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定？
二、如何解釋系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之意義？
三、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？
四、原證4、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項2不具進步性？
五、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項3不具進步性？
六、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項4不具進步性？
七、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步性？
八、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性？
柒、本院的判斷：
一、應適用的法令：
　㈠系爭專利於110年2月1日申請，於同年8月10日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）。
  ㈡依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利。另發明專利權有違反同法第22條第2項規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，自應為舉發成立之處分。　
二、系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍及請求項1之要件特徵解析，如附表1所示。至參加人所提引證（舉發證據編號為證據1至證據3，如附表2所示。以下僅稱原證4至原證6），其公開日皆早於系爭專利申請日，可作為系爭專利之先前技術（相關技術內容及圖式如附表2所示）。
三、系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋：
　㈠核准時專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。專利權範圍，係以申請專利範圍為準，而申請專利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，核屬法律適用之問題，就申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之事項，無辯論主義之適用，法院不受當事人主張之拘束。本件當事人雖未明白爭執系爭專利之用語，然觀其等書狀內容，隱含對系爭專利申請專利範圍之「第一預定溫度」及「第二預定溫度」用語存有不同見解，故本院依職權命當事人就上開用語表示意見後，即通知本院所為之解釋，並命其等以此為基礎，就系爭專利有效性爭點進行攻防（本院卷一第459頁、本院卷二第10、61頁）。　　　
　㈡系爭專利說明書所記載之技術手段聚焦於抑制「半導體元件翹曲」，其中說明書第【0002】段記載晶圓(半導體元件)在處理腔室內進行高溫高壓製程時，會因處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳，導致「晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱膨脹或熱收縮」，最終造成翹曲(warpage)」。說明書第【0005】段再次強調系爭專利所欲解決的技術問題是習知晶圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時經常由於處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力而翹曲(warpage)。說明書第【0007】段記載系爭專利旨在提供一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法。上開說明書段落表明系爭專利的核心技術係「抑制半導體元件翹曲」，而翹曲的直接原因係「半導體元件各部位溫度差異」。因此，系爭專利要解決的溫度均勻性問題，理應聚焦於受加工元件本身的溫度均勻性，方能有效抑制翹曲，而系爭專利說明書中受加工元件可為半導體元件(系爭專利說明書第【0001】段)或晶圓(說明書第【0002】段)。故系爭專利申請專利範圍中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」實更符合系爭專利之技術思想與實際應用情境，亦較能體現系爭專利「抑制半導體元件翹曲」之發明目的。
  ㈢原告雖主張「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫度，系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，說明書強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度分佈的均勻性」，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室內「氣體溫度」，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益可證明「預定溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，「預定壓力」應係指「該處理腔室內」的壓力，而不可能為「受加工物」於不同工作階段之壓力，請求項體系上類似用語之「預定溫度」，也不應該被解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度云云。
　　⒈系爭專利之名稱及請求項均載明其發明目的係「抑制材料翹曲」，對所屬技術領域具通常知識者而言，所謂「材料翹曲」係源自受加工物（系爭專利稱半導體元件或晶圓）各層材料間因溫度差異或壓力差異產生熱膨脹或熱縮收所導致，故控制被加工物上不同材料層之溫度及壓力分佈始為系爭專利解決翹曲問題的關鍵所在。再者，系爭專利說明書第【0002】段亦記載「……惟當晶圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時，經常由於處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳，造成晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱膨脹或熱收縮……晶圓上各層材料因壓差而產生應力及產生振動現象，導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力，並結合氣體壓力變化引發晶圓各層材料間因壓差產生應力及產生振動現象而翹曲……」，足見系爭專利探討因溫度或壓力不均導致翹曲現象之主體均是受加工物（即半導體元件或晶圓），系爭專利中控制處理腔室內氣體溫度或壓力之分佈均勻之最終目的在於透過熱平衡或氣壓平衡機制，以期達到受加工物各材料層間溫度或壓力分佈均勻，最終受熱或受壓主體仍為處理腔室內的受加工物，故原告前開主張殊難憑採。
　　⒉此外，倘若「預定溫度」可解釋為處理腔室內「氣體溫度」（僅為假設），則量測「氣體溫度」或如何定義「氣體溫度」達到「均勻」必然為系爭專利之技術核心，然綜觀系爭專利說明書全文，均未提及如何量測處理腔室內之氣體溫度，亦未記載如何定義腔室內「氣體溫度」已達原告所主張之「均勻」，足見系爭專利之技術核心並非在於控制「氣體溫度」，故原告此部分主張即無可採。
　㈣原告另主張系爭專利請求項中所界定之「預定壓力」係處理腔室內的「氣體壓力」，故可類推「預定溫度」為「氣體溫度」云云。惟對所屬技術領域具通常知識者而言，壓力和溫度在物理性質上存有根本差異，氣體壓力在一密閉處理腔室中可迅速達到均勻平衡，單一氣壓值或可代表整個腔室的壓力狀態實為氣體固有之特性；溫度則不然，溫度受處理腔室內之氣體或受加工物各層材料本身熱傳導速率、熱容及幾何形狀等因素影響，腔室內之溫度易呈現不均勻分佈現象。簡言之，即便處理腔室內氣體溫度本身已達到均勻，亦難稱受加工物各層材料間已隨氣體溫度迅速同步達到溫度均勻而能抑制翹曲，只有在受加工物各層材料達到溫度均勻時，方能稱有抑制翹曲之效。基上，溫度與壓力係完全不同之物理量，其量測方式與原理亦完全不同，故原告主張壓力與溫度類推適用云云即不足採。　
四、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：
　㈠「以原證5為主要引證，原證4為其他引證」之技術分析：
　　⒈被告及參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁。關於原告所指原處分程序瑕疵，詳後第十項所述），依此判斷系爭專利請求項1進步性之爭點，即以選定之原證5，先與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，將其他引證即原證4，針對系爭專利申請專利之發明所欲解決之技術問題，綜合考量原證5及原證4間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證是否已明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之教示或建議等因素，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機以原證5所揭露之技術內容為基礎，結合原證4加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請專利之發明（最高行政法院113年度上字第132號判決參照）。
　　⒉經本院閱覽兩造及參加人之陳述與參加人所提之原證5、原證4之技術內容後，依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，通知兩造及參加人就「原證5圖16之實施例所揭露之處理腔室之壓力P，是否與晶圓W之溫度T上升曲線與系爭專利請求項1所界定「同時上升」相符？」之技術問題表示意見（本院卷一第460頁之說明五），業經兩造及參加人具狀並於準備程序及言詞辯論程序詳為辯論，本院即得以之為裁判基礎。　
　　⒊原證5與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：
　　　原證5說明書第【0072】段揭露「處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力變化所伴隨之晶圓W的起伏」。原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9MPa(圖15之步驟B2，圖16(b))」。其中「……處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲……」以及「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2」均可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。
　　⒋原證5與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　　　　
      原證5說明書第【0028】段揭露「接合系統1中，如圖3及圖4所示，將作為基板的晶圓W與多個晶片C接合。晶圓W例如係在矽晶圓或化合物半導體晶圓等形成有元件的半導體晶圓(元件晶圓)。在晶圓W的表面形成有多個凸塊」。原證5說明書第【0066】段及圖8揭露「接著，接合裝置30中，如圖11所示，藉由移動機構130使上部腔室101移動至上方，將處理腔室100開啟。然後，晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部，並傳遞至預先上升而待機之升降銷160。此時，晶圓W的溫度為常溫，例如25°C」。其中「基板的晶圓W與多個晶片C接合」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數個半導體元件」；其中「晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。
　　⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：　
      ⑴原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。原證5說明書第【0088】段揭露「於工程B2中，晶圓W雖然是以昇降銷160保持著，由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1，例如150℃以上」。原證5說明書第【0091】段揭露「當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時……晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」。原證5說明書第【0092】段揭露「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，例如30分鐘……」。其中「工程B2中……由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1」、「……當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」，及圖16中對應工程B2、B3之時間段，在該時間段中，晶圓W溫度先上升至接近T1之後再上升至T2。
　　　⑵依前開說明書段落：
　　　　①其中「晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2」可對應系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度」；　　　　
　　　　②其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」及圖16中對應工程B2之時間段，在該時間段中，處理腔室內的壓力與溫度同時都上升，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力；
　　　　③其中當處理腔室壓力到達P2，溫度達到T2時，可對應系爭專利請求項1要件編號1C「讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中」；
　　　　④其中「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，」及圖16中對應工程B4之時間段，此時晶圓W溫度、處理腔室之壓力均持平一段時間，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程」。
　　　　⑤對該領域具通常知識者而言，原證5揭露將處理腔室輸入氣體提高其壓力可以提升熱傳導效率，促進熱交換，從而改善腔室內的溫度分佈均勻性，雖原證5並未直接揭露「輸入氣體提高處理腔室壓力」與「溫度均勻性」之關係，然其作用機制存在潛在關聯性，屬原證5說明書揭露內容所實質隱含之技術內容，自可對應系爭專利請求項1要件編號1C「藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。
　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵。
　　⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：　　
      ⑴原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。原證5說明書第【0093】段揭露「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……若急速冷卻晶圓W，晶片C可能產生翹曲，但晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲。此外，處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」。
　　　⑵依前開說明書段落：
　　　　①其中「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度」；
　　　　②其中「處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片Ｃ被按壓於晶圓Ｗ，更進一步抑制晶片Ｃ的翹曲」及圖16工程B5對應時間段，處理腔室壓力於該時間段等壓維持於P2，可對應系爭專利請求項1要件編號1D「同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程」；
　　　　③其中「晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲……晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」。
　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」全部技術特徵。
    ⒎綜上所述，原證5單獨已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，原證5及原證4均屬晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自當有充足動機能組合原證5及原證4之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
　  ⒏原告雖主張：原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶圓翹曲」的問題，顯有不同云云。惟原證4說明書第【0076】段揭露「由於是在工程S3中，在將晶圓W載置於載置台150之前，一邊使升降銷160下降，一邊進行晶圓W的溫度整平，因此，可抑制晶圓W之翹曲」，原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，顯見在原證4及原證5中提到的「晶圓翹曲」係包含晶圓W整體翹曲而非單指晶片接合處的特定變形。故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、原證5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，原告前開主張即不足採。
　　⒐原告又主張：原處分未附理由逕認原證4及原證5之結合足證系爭專利不具進步性云云，與最高行政法院之判決意旨相悖，原證4及原證5皆未意識到溫差產生熱應力的問題，通常知識者如何有動機參考原證4及5完成系爭專利云云。
　　　⑴原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑸、⑹已說明「……證據2（即原證5）即已揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，發明所屬技術領域具有通常知識者於參酌證據2揭露內容後，即能輕易完成系爭專利請求項1所請發明……證據1（即原證4）及證據2為相同申請人之不同發明，證據1第5、7圖揭露與證據2第5、7圖均揭露有相似之處理腔室結構，故兩者具高度關聯性，又證據2即足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前述，故證據1及2之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性」，顯見原處分係認為原證5單獨即可證明系爭專利請求項1不具進步性，加以原證4、5說明書內容高度相似，其技術領域、所欲解決問題共通性及功能或作用之共通性必然相仿，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露之技術內容以完成系爭專利之發明，故原處分已附理由，原告前開主張殊難憑採。
　　　⑵原證4說明書第【0062】段揭露「……晶圓W的溫度會急遽上升，而導致該晶圓W產生翹曲……藉由進行晶圓W之溫度整平的方式，可抑制該晶圓W之翹曲」，其中「溫度整平」即指溫度均勻化，目的就是為了避免晶圓因快速或不均勻的溫度變化而產生翹曲，故原證4明確揭露若不進行溫度均勻化處理，晶圓溫度急劇變化會導致翹曲。原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，故原證5明確揭露緩慢升溫可抑制晶圓翹曲。原證4、5均揭露因溫度變化不當(包括快速變化、導致溫度不均)所引起的晶圓或晶片翹曲問題，以及通過溫度整平(原證4)或緩慢升降溫(原證5)等手段來控制溫度變化，以抑制翹曲的發生，故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，故原告主張即不足採。
　㈡「以原證4為主要引證，原證5為其他引證」之技術分析：
　　⒈依原告所述，按參加人舉發時所提舉發理由之論述次序，以原證4為主要引證，判斷系爭專利請求項1是否不具進步性之爭點。
　　⒉原證4與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：
　　　原證4說明書第【009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……從氣體供給機構對處理腔室的內部供給加壓氣體，並將該處理腔室的內部加壓至預定壓力……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片……可一邊將基板與複數個晶片加熱至預定溫度，一邊適當地進行推壓，從而可適當地接合該基板與複數個晶片」。依據本院前開申請專利範圍之解釋，其中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」，原證4說明書揭露「複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」，已揭露增加處理腔室內壓，推壓複數堆疊之晶片，使其受力貼合，雖然原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，惟對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容，可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。
　　⒊原證4與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　
      原證4說明書第【0009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」。其中「基板上複數晶片」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數半導體元件」。其中「將基板搬入至處理腔室之內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。
　　⒋原證4與系爭專利請求項1要件編號1C、1D之比對：　　
      原證4與系爭專利請求項1相較並未揭露系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。此外，原證4亦未揭露系爭專利請求項1要件編號1D「處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。
    ⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：
　　　如前第四、㈠、⒌項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。
    ⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：
　　　如前第四、㈠、⒍項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。
　　⒎綜上所述，原證4與原證5之組合已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，且原證4及原證5均係晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4及原證5之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
　㈢從而，無論主要引證為原證5或原證4，經整體判斷此二引證之技術內容，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。　　　
五、原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：
　㈠系爭專利請求項2依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證4、5並未揭露該輸入氣體之具體成分，然空氣或氮氣係低成本與低化學活性之氣體，以空氣或氮氣作為加壓氣體對於該技術領域具通常知識者而言實屬習知之通常知識，況系爭專利說明書雖記載該用以加壓之輸入氣體係空氣或氮氣，然未記載使用空氣或氮氣作為加壓氣體究竟有何有利功效或不可預期之功效，益徵使用空氣或氮氣作為加壓氣體為習知通常知識。再者，原證6揭露一種抑制材料翹曲的方法，原證6說明書第【0009】段揭露「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體，使氣體經由各該氣體通道流入各該氣囊，讓各該氣囊內部充滿氣體至第一預定壓力」。原證6說明書第【0014】段揭露「該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」，其中「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體……該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」可對應系爭專利請求項2「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中至少一該氣體係為一空氣及/或一氮氣」全部技術特徵。
　㈢綜上，原證4、5、6之組合已揭露系爭專利請求項2全部技術特徵，原證4、5、6均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5、6直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5、6之技術內容以完成系爭專利請求項2之發明，故原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。　　
六、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：
　㈠系爭專利請求項3依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa」代表將一定數量之氣體分子輸入處理腔室使其壓力提升可對應系爭專利請求項3「其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力」。原證4、原證5雖未直接揭露氣體壓力上升與處理腔室內溫度分佈均勻性之關係，惟原證4、原證5均已揭露輸入氣體至處理腔體，該處理腔體內壓力增加表示其密度亦增加，意味著單位體積內有更多氣體分子。這些分子作為熱傳導的載體，能更有效地傳遞熱量，故可輕易得知腔室內溫度分佈更均勻係壓力上升之必然結果，故可對應系爭專利請求項3「藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項3「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，[bookmark: _Hlk189814089]其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力，[bookmark: _Hlk189814638]藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，雖原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，然對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容其作用均是要防止晶片翹曲，而原證5直接揭露防止翹曲，故原證4、5具功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項3之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。
七、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：
　㈠系爭專利請求項4依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0102】段揭露「加熱晶圓W的第二溫度T2（200℃~270℃）僅為示例，可以根據不同條件任意設定」。其中「第二溫度T2（200℃~270℃）」可對應系爭專利請求項4「其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項4「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項4之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。
八、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：
　㈠系爭專利請求項5依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……此時，晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。雖然原證5說明書第【0075】段所記載之技術內容與原證5圖15、16所揭露者分屬不同實施例，惟其均係相似的接合製程，包含升溫、維持、降溫的步驟，T3在前開二實施例中都代表降溫階段的溫度，況系爭專利說明書通篇均未記載將處理腔室內之第二預定溫度控制在大於25℃至等於100℃的範圍究竟有何不可預期之功效，故原證5「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫」可對應系爭專利請求項5「其中該處理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項5「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項5之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。　　
九、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：
　㈠系爭專利請求項6依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。
　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「將晶圓W保持在與載置台150上方分離的狀態，將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa（圖15的步驟B2）……」其中「將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa」經換算後約為8.88atm，故可對應系爭專利請求項6「處理腔室內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓(atm)的範圍」。
　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項6「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓(atm)的範圍」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項6之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。　　
十、原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定：
　㈠原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」又行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」　　
　㈡原處分作成時之專利審查基準（2019年版）第五篇第一章「專利權之舉發」4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。......職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查。」4.4.2「通知專利權人答辯之義務」：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。」
　㈢比對參加人所提之舉發理由書及原處分引用原證4、5之內容：
　　⒈舉發理由書引用原證4說明書第【0012】、【0055】至【0062】、【0063】-【0068】段，原處分則引用原證4說明書第【0066】、【0061】段，故原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證4之範圍。
　　⒉舉發理由書引用原證5說明書第【0064】段（用於解釋圖8和圖9中所示的接合過程）、第【0066】至【0074】段（配合圖8和圖9，用於說明步驟 A3-A5《等溫加壓、等壓升溫、等溫等壓》）、第【0072】段（特別是第1至2行，描述加熱機構151的溫度上升以及晶圓W的加熱過程）、第【0075】段（描述步驟 A6《持壓降溫》，包括加熱機構151 溫度降低、晶圓W冷卻以及第三溫度T3的設定）、【0089】 段（用於說明在工序B2中，晶圓W如何被間接加熱）、圖8、圖9（流程圖和說明圖，用於說明接合過程中的壓力、溫度變化）、及圖10（用於說明接合工序中晶圓W的狀態）。原處分則引用原證5說明書第【0066】、【0069】、【0072】、【0073】、【0075】、【0076】、【0089】段、圖8及圖9。故除第【0076】段外，原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證5之範圍。
　　⒊原證4與原證5為同一申請人，二者核心發明內容（利用可密閉處理腔室、載置台、加熱機構及氣體供給機構，通過加熱和加壓氣體實現晶片與基本結合避免基板翹曲）、裝置核心結構（兩者代表圖均為圖7且結構標號完全一致）、基本操作原理具有高度相似性，僅在製程中的溫度、壓力施加時序上存有差異。原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑹已敘明原證4、5具高度關聯性，旨在說明原證5與原證4所揭露技術內容的互通性，二者說明書技術內容高度相同甚至部分完全相同，故將原證5與原證4共通之技術內容與系爭專利請求項1部分元件進行比對，難謂逾越參加人原舉發理由範圍（例如原證5與原證4都揭露防止基板翹曲的技術內容，均可對應系爭專利請求項1要件編號1A；原證5與原證4都揭露一處理腔室100，均可對應系爭專利請求項1要件編號1B）。縱經本院審酌後未採用原證5實施例一（圖9），而原證5另一實施例二（圖16）已揭露與系爭專利請求項1要件編號1C、1D完全相符之製程，此業經本院依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，命當事人就原證5圖16表示意見，本院即得以之為裁判基礎（如前第四、㈠、⒉項所述），故原告前開主張理由即不足採。
　㈣參加人於舉發階段提出原證4至原證6，雖未具體指明何者為最接近之先前技術，然觀諸其所主張之具體事實，以及對各具體事實與證據間關係之敘明，參加人當時應係以原證4為主要引證，以原證5、6為其他引證。而依原處分第4至16頁之理由「㈤爭點之判斷」，被告則以原證5為主要引證，以原證4、6為其他引證。固然參加人之舉發理由與被告所為之原處分，就主要引證及所為技術特徵比對有別，惟本件存在原證4至原證6之多數引證案，各引證如何結合，本屬參加人已提出之理由及證據，專利專責機關即被告在舉發聲明及爭點範圍內本得予以判斷，並無原告所指職權審查之情事，則被告於原告與參加人為陳述後，於比對時係依據舉發理由與證據所揭示之技術特徵為整體比對，作成原處分，並無原告所稱未予原告限期答辯機會，被告無裁量空間，違反專利法第75條及行政程序第102條規定之情事。再者，參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁），本院業已逐項就各爭點詳列明細命當事人陳述意見，並於準備程序及言詞辯論程序詳由當事人言詞辯論，是以兩造及參加人對於此爭執，已於本院審理時為充分攻防，本院認定無論主要引證為原證5或原證4，經整體技術特徵比對，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
　㈤專利經提出舉發者，專利權人即應自行評估是否提出更正，尤其是可能舉發成立之專利權，專利權人提出更正，如符合更正相關規定，可能使該專利獲得存活之機會，就行政訴訟中應否保障專利權人之更正權，涉及專利權人、舉發人及社會公眾間相互對立之利益權衡，同時攸關當事人紛爭一次解決及訴訟經濟之考量，現行智慧財產案件審理制度，法院於民事事件對於專利有效性得自為判斷，且於行政事件得審理同一撤銷理由之新證據（智慧財產案件審理法第41條、第70條規定參照），為調和各方利益保障，並維護程序之公平，本院曾詢問原告主引證為原證4或原證5，對於技術認定有無差別？假設原告於原處分階段知悉以原證5為主引證，原告有無更正可能性？原告主張主引證不同，在思考上一定有所不同，且抽象上一定會有更正可能性，就本件具體個案上需與當事人討論等等（本院卷二第151頁），嗣具狀稱因其已無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，其更正利益當然受到影響，被告程序瑕疵並不會因訴願程序或訴訟程序給予陳述意見機會即當然補正云云。因本件被告及參加人仍援引原舉發證據，本院已曉諭爭點並賦予當事人就系爭專利之有效性充分辯論機會，亦詢問原告有無更正可能性，經其自行評估後復未表明其更正專利權之具體需求，本院自得依全案事證直接判斷系爭專利之有效性，毋庸發回命被告再就主引證選擇之順位另為處分之必要。　　
　㈥原告又主張原處分逕自引用第TZ000000000A、CZ000000000A、CZ000000000A號案為輔助證據，認定系爭專利請求項2不具進步性，逾越參加人主張理由及證據範圍，未通知原告答辯云云。
    ⒈原處分作成時之專利審查基準（2017年版）第二篇第三章「專利要件」3.6「審查注意事項」第⑸點規定；「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。」
    ⒉原處分第12頁之理由㈤、⒉、⑵認為系爭專利請求項2所界定之用以抑制材料翹曲之加壓氣體為一空氣及/或一氮氣係一般知識(參本院卷一第68至69頁)，為符合發明專利審查基準前開規定充分敘明理由，被告機關提供三個系爭專利之先前技術（即TZ000000000A、CZ000000000A、CZ000000000A）作為輔助證據用以說明在系爭專利申請前，以空氣或氮氣作為加壓氣體已為該技術領域文獻多次揭露，屬一般知識，已符合前開發明專利審查基準之規定，況被告亦於同段陳明「以上先前技術之專利文獻，係用以佐證處理腔室之加壓氣體使用空氣或氮氣僅係該技術領域於申請當時之通常知識，其用以證明證據1所揭露加壓氣體之輔助證據，非為比對系爭專利之新證據」，故原告前開主張委無可採。
　㈦至原告主張被告未於舉發階段命參加人提出原證5全文中譯本即作成原處分，並援引最高行政法院104年度判字第78號行政判決見解為據。然專利審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」4.3.2.2.2.2「外文證據與其中譯本」規定：「證明文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之。」準此，就外文證據之中譯本，審查人員如認無必要，即無需通知舉發人檢附，且中文譯本若與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，舉發人員仍應依證據審究之，並非將該外文證據予以排除。又前開最高行政法院判決指明該案參加人未提出正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及一審法院判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基礎，其結論自難其正確，故而廢棄一審判決，與本件參加人雖至本院審理時始提出中譯本，但未影響就原證5之技術判斷之正確性有所不同。故原告此部分主張尚無可採。
、綜上所述，經整體技術特徵比對，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性，且原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定，被告所為上開系爭專利請求項舉發成立之處分，即屬合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 　　　　
柒、結論：   　
　　依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　　　
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　28　　日
                          智慧財產第一庭
                            審判長法  官　汪漢卿
                                  法  官　陳端宜
                                  法  官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
		得不委任律師為訴訟代理人之情形

		所  需  要  件



		㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人

		1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。
3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。



		㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

		1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。



		是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

		








中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　9 　　日
    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

智慧財產及商業法院行政判決  

113年度行專訴字第50號

民國114年4月23日辯論終結

原      告  印能科技股份有限公司

代  表  人  洪誌宏 

訴訟代理人  呂紹凡律師 （兼上一人及次二人送達代收人）

            吳雅貞律師

            洪珮瑜專利師

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威 

訴訟代理人  劉聖尉 

參  加  人  歐門科技股份有限公司

代  表  人  林俊安 

訴訟代理人  江國慶專利師 

            洪聖濠律師（兼上二人送達代收人）

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年7月29日經法字第11317303850號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

　　主  文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、程序事項：

　　原告原起訴聲明第二項為：「被告對申請第110103942號『利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法』發明專利請求項1至6應作成『舉發不成立』之審定。」（本院卷一第13頁），於被告為本案之言詞辯論前，在民國114年1月15日具狀變更（撤回）該項聲明（本院卷一第367頁），核於公益之維護無礙，依行政訴訟法第113條第1項、第2項規定，應予准許。

貳、爭訟概要：

　　原告前於110年2月1日以「利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6項，經被告准予專利（公告號第1740779號，下稱系爭專利）。 嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，對之提起舉發。被告以113年1月24日（113）智專議（二）04181字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分，原證2），原告不服，提起訴願，經經濟部以同年7月29日經法字第00000000000號訴願決定駁回（原證3），原告不服，向本院提起訴訟。本院認本件訴訟的結果，如認定應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

參、原告主張要旨及聲明：

一、舉發人就舉發事由負有舉證之責任，專利專責機關「僅」就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查，專利專責機關職權審酌舉發人未提出之理由及證據時，「應」具體闡明並通知專利權人給予陳述意見及答辯機會。參加人之舉發理由書援引原證4（即舉發之證據1）為「主要引證」進行技術特徵比對，原證5（即舉發之證據1）則為「補強證據」只少量引用圖8至9、說明書【0066】至【0075】等部分段落，原處分竟以原證5為「主要引據」進行技術特徵比對，甚而於參加人不曾主張之前提下，逕自認定原證5單獨即足證明系爭專利請求項1不具進步性云云，已明顯逾越參加人主張範圍，被告依職權審酌參加人未提出之舉發理由，卻未依法闡明及通知原告限期答辯，違反專利法第75條、行政程序法第102條規定，且專利權人既已無從於訴訟程予中針對權利範圍進行更正，專利權人之更正利益「當然」受到影響，原處分程序違法情形，已影響原告更正利益，無從因嗣後於訴願或訴訟程序中給予原告答辯機會而補正，應予撤銷。

二、由系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，以及說明書強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度」分佈的均勻性，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室內「氣體」溫度；受加工物（半導體元件）為固體而非氣體，若將「第一預定溫度」及「第二預定溫度」強加解釋為「受加工物」於不同工作階段之溫度，勢必與系爭專利藉由遵循理想氣體狀態方程式、控制處理腔室內氣體溫度及壓力變化關聯性及技術手段之發明意涵，顯不相符。系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」，應解釋為「符合第一預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度值」及「符合第二預先設定溫度值之處理腔室內的實際溫度值，且該溫度低於第一預定溫度」。而「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫度，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益證「預定溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，故本院請求項解釋似已不當引入請求項所未記載之技術特徵，而有違反專利法第58條第4項之疑慮。

三、縱依本院請求項解釋，原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶圓翹曲」的問題，顯有不同。原證4及原證5與系爭專利間之技術領域、所欲解決問題、功能及作用等既無明顯之關連性，尤其，原證4及原證5皆沒有意識到溫差產生熱應力的問題，通常知識者又如何會有動機參考原證4及5完成系爭專利？在未有充分提示下，所屬領域具有通常知識者於面臨系爭專利欲解決之技術問題時，無從自該等先前技術中組合出系爭專利的特定技術方案。故原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合無法證明系爭專利請求項1至6不具進步性。

四、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

肆、被告答辯要旨及聲明：　　　

一、原處分第8至9頁記載與舉發理由所主張爭點「依據證據1（即原證4）及證據2（即原證5）之組合系爭專利請求項1違反進步性」並無差異。又原處分以原證5第8至9圖及第8至9圖對應之說明書相關段落說明比對系爭專利請求項1之技術特徵，與舉發理由第4、6至8頁所載並無差異，即便原處分引用原證5比對系爭專利請求項1之部分技術特徵與舉發理由引用原證4比對系爭專利請求項1之部分技術特徵有所不同，惟原處分引用原證5內容並未逸脫舉發理由所提證據及理由之範圍，在無引入新證據及新理由之前提下，自難稱舉發審定有依「職權審查」而未踐行交付原告答辯之情事，故原處分並無違誤。　　 　　

二、本件以原證5為主要引證，依本院對於系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度」，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。　　

三、聲明：駁回原告之訴。

伍、參加人答辯要旨及聲明：

一、原處分據以認定系爭專利不具進步性之原證4與原證5是於舉發程序中已提出之證據，即非「舉發人未提出之理由及證據」，被告於舉發人提出之爭點範圍內，依照參加人所提出證據及理由為判斷，非屬專利法第75條之職權審查，原告主張被告做成處分有程序上瑕疵應予撤銷並無理由。　　

二、根據系爭專利請求項1之記載:「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度….讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中……(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續該處理腔室輸入至少依該氣體…」，「第一預定溫度」、「第二預定溫度」為利用加熱裝置提升或降低後之溫度。因為密閉系統，熱能會均勻擴及腔室及被處理元件（晶圓）。加熱處理腔室內氛圍氣體溫度分佈均勻，晶圓亦被予以加熱，如此抑制半導體元件發生翹曲。

三、根據本院之解釋，以第一預定溫度、第二預定溫度為指受加工物於不同工作階段之溫度為基礎，以原證5為主要引證，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。　　

四、聲明：駁回原告之訴。

陸、爭點（本院卷二第9至10頁）：

一、程序方面：原處分有無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定？

二、如何解釋系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之意義？

三、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

四、原證4、5、6之組合是否足以證明系爭專利請求項2不具進步性？

五、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項3不具進步性？

六、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項4不具進步性？

七、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進步性？

八、原證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性？

柒、本院的判斷：

一、應適用的法令：

　㈠系爭專利於110年2月1日申請，於同年8月10日審定准予專利，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108年11月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）。

  ㈡依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術思想之創作。又依同法第22條第2項規定，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利。另發明專利權有違反同法第22條第2項規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發（同法第71條第1項第1款規定參照）。因此，系爭專利有無違反前述規定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即參加人）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前述規定，自應為舉發成立之處分。　

二、系爭專利所欲解決的問題、主要圖式、申請專利範圍及請求項1之要件特徵解析，如附表1所示。至參加人所提引證（舉發證據編號為證據1至證據3，如附表2所示。以下僅稱原證4至原證6），其公開日皆早於系爭專利申請日，可作為系爭專利之先前技術（相關技術內容及圖式如附表2所示）。

三、系爭專利申請專利範圍所界定「第一預定溫度」及「第二預定溫度」之解釋：

　㈠核准時專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。專利權範圍，係以申請專利範圍為準，而申請專利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，核屬法律適用之問題，就申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之事項，無辯論主義之適用，法院不受當事人主張之拘束。本件當事人雖未明白爭執系爭專利之用語，然觀其等書狀內容，隱含對系爭專利申請專利範圍之「第一預定溫度」及「第二預定溫度」用語存有不同見解，故本院依職權命當事人就上開用語表示意見後，即通知本院所為之解釋，並命其等以此為基礎，就系爭專利有效性爭點進行攻防（本院卷一第459頁、本院卷二第10、61頁）。　　　

　㈡系爭專利說明書所記載之技術手段聚焦於抑制「半導體元件翹曲」，其中說明書第【0002】段記載晶圓(半導體元件)在處理腔室內進行高溫高壓製程時，會因處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳，導致「晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱膨脹或熱收縮」，最終造成翹曲(warpage)」。說明書第【0005】段再次強調系爭專利所欲解決的技術問題是習知晶圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時經常由於處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力而翹曲(warpage)。說明書第【0007】段記載系爭專利旨在提供一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法。上開說明書段落表明系爭專利的核心技術係「抑制半導體元件翹曲」，而翹曲的直接原因係「半導體元件各部位溫度差異」。因此，系爭專利要解決的溫度均勻性問題，理應聚焦於受加工元件本身的溫度均勻性，方能有效抑制翹曲，而系爭專利說明書中受加工元件可為半導體元件(系爭專利說明書第【0001】段)或晶圓(說明書第【0002】段)。故系爭專利申請專利範圍中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」實更符合系爭專利之技術思想與實際應用情境，亦較能體現系爭專利「抑制半導體元件翹曲」之發明目的。

  ㈢原告雖主張「預定溫度」係處理腔室內「氣體」而非「受加工物」於不同工作階段之溫度，系爭專利請求項文字明確界定「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」，說明書強調系爭專利遵循理想氣體狀態方程式、以有效提升處理腔室內「氣體溫度分佈的均勻性」，可知系爭專利界定之「預定溫度」應係指處理腔室內「氣體溫度」，由請求項中類似用語「預定壓力」之意涵，益可證明「預定溫度」不可能為「受加工物於不同工作階段之溫度」，「預定壓力」應係指「該處理腔室內」的壓力，而不可能為「受加工物」於不同工作階段之壓力，請求項體系上類似用語之「預定溫度」，也不應該被解釋為「受加工物於不同工作階段之溫度云云。

　　⒈系爭專利之名稱及請求項均載明其發明目的係「抑制材料翹曲」，對所屬技術領域具通常知識者而言，所謂「材料翹曲」係源自受加工物（系爭專利稱半導體元件或晶圓）各層材料間因溫度差異或壓力差異產生熱膨脹或熱縮收所導致，故控制被加工物上不同材料層之溫度及壓力分佈始為系爭專利解決翹曲問題的關鍵所在。再者，系爭專利說明書第【0002】段亦記載「……惟當晶圓於處理腔室內進行高溫高壓相關製程時，經常由於處理腔室內溫度分佈的均勻性欠佳，造成晶圓各部位隨溫度變化而產生不同的熱膨脹或熱收縮……晶圓上各層材料因壓差而產生應力及產生振動現象，導致該晶圓因各部位溫度差異產生熱應力，並結合氣體壓力變化引發晶圓各層材料間因壓差產生應力及產生振動現象而翹曲……」，足見系爭專利探討因溫度或壓力不均導致翹曲現象之主體均是受加工物（即半導體元件或晶圓），系爭專利中控制處理腔室內氣體溫度或壓力之分佈均勻之最終目的在於透過熱平衡或氣壓平衡機制，以期達到受加工物各材料層間溫度或壓力分佈均勻，最終受熱或受壓主體仍為處理腔室內的受加工物，故原告前開主張殊難憑採。

　　⒉此外，倘若「預定溫度」可解釋為處理腔室內「氣體溫度」（僅為假設），則量測「氣體溫度」或如何定義「氣體溫度」達到「均勻」必然為系爭專利之技術核心，然綜觀系爭專利說明書全文，均未提及如何量測處理腔室內之氣體溫度，亦未記載如何定義腔室內「氣體溫度」已達原告所主張之「均勻」，足見系爭專利之技術核心並非在於控制「氣體溫度」，故原告此部分主張即無可採。

　㈣原告另主張系爭專利請求項中所界定之「預定壓力」係處理腔室內的「氣體壓力」，故可類推「預定溫度」為「氣體溫度」云云。惟對所屬技術領域具通常知識者而言，壓力和溫度在物理性質上存有根本差異，氣體壓力在一密閉處理腔室中可迅速達到均勻平衡，單一氣壓值或可代表整個腔室的壓力狀態實為氣體固有之特性；溫度則不然，溫度受處理腔室內之氣體或受加工物各層材料本身熱傳導速率、熱容及幾何形狀等因素影響，腔室內之溫度易呈現不均勻分佈現象。簡言之，即便處理腔室內氣體溫度本身已達到均勻，亦難稱受加工物各層材料間已隨氣體溫度迅速同步達到溫度均勻而能抑制翹曲，只有在受加工物各層材料達到溫度均勻時，方能稱有抑制翹曲之效。基上，溫度與壓力係完全不同之物理量，其量測方式與原理亦完全不同，故原告主張壓力與溫度類推適用云云即不足採。　

四、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

　㈠「以原證5為主要引證，原證4為其他引證」之技術分析：

　　⒈被告及參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁。關於原告所指原處分程序瑕疵，詳後第十項所述），依此判斷系爭專利請求項1進步性之爭點，即以選定之原證5，先與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，將其他引證即原證4，針對系爭專利申請專利之發明所欲解決之技術問題，綜合考量原證5及原證4間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證是否已明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之教示或建議等因素，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機以原證5所揭露之技術內容為基礎，結合原證4加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請專利之發明（最高行政法院113年度上字第132號判決參照）。

　　⒉經本院閱覽兩造及參加人之陳述與參加人所提之原證5、原證4之技術內容後，依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，通知兩造及參加人就「原證5圖16之實施例所揭露之處理腔室之壓力P，是否與晶圓W之溫度T上升曲線與系爭專利請求項1所界定「同時上升」相符？」之技術問題表示意見（本院卷一第460頁之說明五），業經兩造及參加人具狀並於準備程序及言詞辯論程序詳為辯論，本院即得以之為裁判基礎。　

　　⒊原證5與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

　　　原證5說明書第【0072】段揭露「處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力變化所伴隨之晶圓W的起伏」。原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9MPa(圖15之步驟B2，圖16(b))」。其中「……處理腔室100的內部為第2壓力P2，因此可將晶片C往晶圓W推壓，而進一步抑制晶片C的翹曲……」以及「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2」均可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。

　　⒋原證5與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　　　　

      原證5說明書第【0028】段揭露「接合系統1中，如圖3及圖4所示，將作為基板的晶圓W與多個晶片C接合。晶圓W例如係在矽晶圓或化合物半導體晶圓等形成有元件的半導體晶圓(元件晶圓)。在晶圓W的表面形成有多個凸塊」。原證5說明書第【0066】段及圖8揭露「接著，接合裝置30中，如圖11所示，藉由移動機構130使上部腔室101移動至上方，將處理腔室100開啟。然後，晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部，並傳遞至預先上升而待機之升降銷160。此時，晶圓W的溫度為常溫，例如25°C」。其中「基板的晶圓W與多個晶片C接合」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數個半導體元件」；其中「晶圓W被晶圓搬送裝置41搬入至處理腔室100的內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。

　　⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：　

      ⑴原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。原證5說明書第【0088】段揭露「於工程B2中，晶圓W雖然是以昇降銷160保持著，由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1，例如150℃以上」。原證5說明書第【0091】段揭露「當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時……晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」。原證5說明書第【0092】段揭露「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，例如30分鐘……」。其中「工程B2中……由於處理腔室100內部的氣氛是藉由加熱機構151加熱，因此，晶圓W會被間接地加熱。然而，由於晶圓W是與載置台150（加熱機構151）分離的，因此，不會達到第1溫度T1」、「……當處理腔室100的內部到達第2壓力P2時晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2（圖15的工程B3……」，及圖16中對應工程B2、B3之時間段，在該時間段中，晶圓W溫度先上升至接近T1之後再上升至T2。

　　　⑵依前開說明書段落：

　　　　①其中「晶圓Ｗ會被加熱至第2溫度T2」可對應系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度」；　　　　

　　　　②其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」及圖16中對應工程B2之時間段，在該時間段中，處理腔室內的壓力與溫度同時都上升，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力；

　　　　③其中當處理腔室壓力到達P2，溫度達到T2時，可對應系爭專利請求項1要件編號1C「讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中」；

　　　　④其中「將處理腔室100的內部維持在第2壓力P2，並且將晶圓W維持在第2溫度T2的狀態持續一段預定的時間，」及圖16中對應工程B4之時間段，此時晶圓W溫度、處理腔室之壓力均持平一段時間，故可對應系爭專利請求項1要件編號1C「在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程」。

　　　　⑤對該領域具通常知識者而言，原證5揭露將處理腔室輸入氣體提高其壓力可以提升熱傳導效率，促進熱交換，從而改善腔室內的溫度分佈均勻性，雖原證5並未直接揭露「輸入氣體提高處理腔室壓力」與「溫度均勻性」之關係，然其作用機制存在潛在關聯性，屬原證5說明書揭露內容所實質隱含之技術內容，自可對應系爭專利請求項1要件編號1C「藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵。

　　⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：　　

      ⑴原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。原證5說明書第【0093】段揭露「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……若急速冷卻晶圓W，晶片C可能產生翹曲，但晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲。此外，處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」。

　　　⑵依前開說明書段落：

　　　　①其中「將晶圓W冷卻至第3溫度T3，例如150℃(圖15的工程B5……晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度」；

　　　　②其中「處理腔室100的內部為第2壓力P2，晶片Ｃ被按壓於晶圓Ｗ，更進一步抑制晶片Ｃ的翹曲」及圖16工程B5對應時間段，處理腔室壓力於該時間段等壓維持於P2，可對應系爭專利請求項1要件編號1D「同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程」；

　　　　③其中「晶圓W例如是以1.5℃/秒以下的緩和冷卻速度被冷卻，因此，能夠抑制晶片C的翹曲……晶片C被按壓於晶圓W，更進一步抑制晶片C的翹曲，同時也能抑制伴隨熱應力變化的晶圓W之撓曲」可對應系爭專利請求項1要件編號1D「藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」。

　　　⑶綜上，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」全部技術特徵。

    ⒎綜上所述，原證5單獨已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，原證5及原證4均屬晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自當有充足動機能組合原證5及原證4之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

　  ⒏原告雖主張：原證4及原證5所欲解決課題為因晶片高度不一致導致「晶圓與晶片無法適當接合」，與系爭專利所欲解決為因溫差產生熱應力及壓差產生應力及振動發生「晶圓翹曲」的問題，顯有不同云云。惟原證4說明書第【0076】段揭露「由於是在工程S3中，在將晶圓W載置於載置台150之前，一邊使升降銷160下降，一邊進行晶圓W的溫度整平，因此，可抑制晶圓W之翹曲」，原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，顯見在原證4及原證5中提到的「晶圓翹曲」係包含晶圓W整體翹曲而非單指晶片接合處的特定變形。故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、原證5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，原告前開主張即不足採。

　　⒐原告又主張：原處分未附理由逕認原證4及原證5之結合足證系爭專利不具進步性云云，與最高行政法院之判決意旨相悖，原證4及原證5皆未意識到溫差產生熱應力的問題，通常知識者如何有動機參考原證4及5完成系爭專利云云。

　　　⑴原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑸、⑹已說明「……證據2（即原證5）即已揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，發明所屬技術領域具有通常知識者於參酌證據2揭露內容後，即能輕易完成系爭專利請求項1所請發明……證據1（即原證4）及證據2為相同申請人之不同發明，證據1第5、7圖揭露與證據2第5、7圖均揭露有相似之處理腔室結構，故兩者具高度關聯性，又證據2即足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前述，故證據1及2之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性」，顯見原處分係認為原證5單獨即可證明系爭專利請求項1不具進步性，加以原證4、5說明書內容高度相似，其技術領域、所欲解決問題共通性及功能或作用之共通性必然相仿，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露之技術內容以完成系爭專利之發明，故原處分已附理由，原告前開主張殊難憑採。

　　　⑵原證4說明書第【0062】段揭露「……晶圓W的溫度會急遽上升，而導致該晶圓W產生翹曲……藉由進行晶圓W之溫度整平的方式，可抑制該晶圓W之翹曲」，其中「溫度整平」即指溫度均勻化，目的就是為了避免晶圓因快速或不均勻的溫度變化而產生翹曲，故原證4明確揭露若不進行溫度均勻化處理，晶圓溫度急劇變化會導致翹曲。原證5說明書第【0011】段揭露「第4步驟中係在已加壓處理腔室之內部的狀態下基板緩緩冷卻，因此可抑制快速加熱/快速冷卻所導致之晶片C的翹曲，並且亦可抑制熱應力的變化所伴隨之晶圓W的起伏」，故原證5明確揭露緩慢升溫可抑制晶圓翹曲。原證4、5均揭露因溫度變化不當(包括快速變化、導致溫度不均)所引起的晶圓或晶片翹曲問題，以及通過溫度整平(原證4)或緩慢升降溫(原證5)等手段來控制溫度變化，以抑制翹曲的發生，故系爭專利、原證4及原證5之間均具解決相同問題之共通性與功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有充足動機組合原證4、5所揭露的技術內容以完成系爭專利之發明，故原告主張即不足採。

　㈡「以原證4為主要引證，原證5為其他引證」之技術分析：

　　⒈依原告所述，按參加人舉發時所提舉發理由之論述次序，以原證4為主要引證，判斷系爭專利請求項1是否不具進步性之爭點。

　　⒉原證4與系爭專利請求項1要件編號1A之比對：

　　　原證4說明書第【009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……從氣體供給機構對處理腔室的內部供給加壓氣體，並將該處理腔室的內部加壓至預定壓力……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片……可一邊將基板與複數個晶片加熱至預定溫度，一邊適當地進行推壓，從而可適當地接合該基板與複數個晶片」。依據本院前開申請專利範圍之解釋，其中「第一預定溫度」、「第二預定溫度」應解釋為「受加工物於不同工作階段的溫度」，原證4說明書揭露「複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」，已揭露增加處理腔室內壓，推壓複數堆疊之晶片，使其受力貼合，雖然原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，惟對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容，可對應系爭專利請求項1要件編號1A「一種利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其步驟包括：」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1A全部技術特徵。

　　⒊原證4與系爭專利請求項1要件編號1B之比對：　

      原證4說明書第【0009】段揭露「在將基板搬入至處理腔室之內部並密閉該處理腔室的內部後……即便基板上之複數個晶片的高度不一致，亦由於該複數個晶片是藉由填充於處理腔室之內部的加壓氣體予以推壓，因此，可均勻地以適當的壓力推壓基板與複數個晶片」。其中「基板上複數晶片」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「複數半導體元件」。其中「將基板搬入至處理腔室之內部」可對應系爭專利請求項1要件編號1B「將複數個半導體元件移入一處理腔室內」，故原證4已揭露系爭專利請求項1要件編號1B全部技術特徵。

　　⒋原證4與系爭專利請求項1要件編號1C、1D之比對：　　

      原證4與系爭專利請求項1相較並未揭露系爭專利請求項1要件編號1C「使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。此外，原證4亦未揭露系爭專利請求項1要件編號1D「處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力」，此為原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。

    ⒌原證5與系爭專利請求項1要件編號1C之比對：

　　　如前第四、㈠、⒌項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1C「(b)使該處理腔室內的溫度上升至一第一預定溫度，同時對該處理腔室輸入至少一氣體，使該處理腔室內的壓力上升至一預定壓力，讓該處理腔室籠罩在高溫及高壓的工作環境中，在該第一預定溫度及該預定壓力的狀態下，對各該半導體元件進行一等溫等壓製程，藉由高壓氣體提升該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性；」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵1。

    ⒍原證5與系爭專利請求項1要件編號1D之比對：

　　　如前第四、㈠、⒍項所述，原證5已揭露系爭專利請求項1要件編號1D「(c)使該處理腔室內的溫度由該第一預定溫度以至少一預定速率降低至一第二預定溫度，同時繼續對該處理腔室輸入至少一該氣體，使該處理腔室維持在該預定壓力，對各該半導體元件進行一降溫等壓製程，藉由提升氣體溫度分佈的均勻性及減少各該半導體元件各層材料間因壓差而產生應力及產生振動現象，俾能抑制各該半導體元件發生翹曲」全部技術特徵，此即前開原證4與系爭專利請求項1主要差異技術特徵2。

　　⒎綜上所述，原證4與原證5之組合已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵，且原證4及原證5均係晶片接合之技術領域，且皆以增加處理腔室之氣體壓力與溫度進行晶片接合製程，故具功能與作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4及原證5之技術內容以完成系爭專利請求項1之發明，故原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

　㈢從而，無論主要引證為原證5或原證4，經整體判斷此二引證之技術內容，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。　　　

五、原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

　㈠系爭專利請求項2依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證4、5並未揭露該輸入氣體之具體成分，然空氣或氮氣係低成本與低化學活性之氣體，以空氣或氮氣作為加壓氣體對於該技術領域具通常知識者而言實屬習知之通常知識，況系爭專利說明書雖記載該用以加壓之輸入氣體係空氣或氮氣，然未記載使用空氣或氮氣作為加壓氣體究竟有何有利功效或不可預期之功效，益徵使用空氣或氮氣作為加壓氣體為習知通常知識。再者，原證6揭露一種抑制材料翹曲的方法，原證6說明書第【0009】段揭露「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體，使氣體經由各該氣體通道流入各該氣囊，讓各該氣囊內部充滿氣體至第一預定壓力」。原證6說明書第【0014】段揭露「該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」，其中「透過該氣壓源經由各該氣體入口對各該氣囊填充氣體……該氣壓源係為一空氣壓縮機或廠務氣體管路」可對應系爭專利請求項2「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中至少一該氣體係為一空氣及/或一氮氣」全部技術特徵。

　㈢綜上，原證4、5、6之組合已揭露系爭專利請求項2全部技術特徵，原證4、5、6均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5、6直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5、6之技術內容以完成系爭專利請求項2之發明，故原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。　　

六、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

　㈠系爭專利請求項3依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「……將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa（圖15的工程B2……」。其中「將處理腔室100的內部階段性地加壓至第2壓力P2，例如0.9Mpa」代表將一定數量之氣體分子輸入處理腔室使其壓力提升可對應系爭專利請求項3「其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力」。原證4、原證5雖未直接揭露氣體壓力上升與處理腔室內溫度分佈均勻性之關係，惟原證4、原證5均已揭露輸入氣體至處理腔體，該處理腔體內壓力增加表示其密度亦增加，意味著單位體積內有更多氣體分子。這些分子作為熱傳導的載體，能更有效地傳遞熱量，故可輕易得知腔室內溫度分佈更均勻係壓力上升之必然結果，故可對應系爭專利請求項3「藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項3「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中在步驟(b)中至少一該氣體具有一預定數量的氣體分子，該預定數量的氣體分子使該處理腔室保持在該預定壓力，藉由該預定數量的氣體分子控制該處理腔室內氣體溫度分佈的均勻性」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔體內之壓力至特定值，雖原證4並未直接揭露「抑制材料翹曲」，然對所屬技術領域具通常知識者而言，複數晶片受較強之氣體推壓力可抑制其翹曲係原證4實質隱含之內容其作用均是要防止晶片翹曲，而原證5直接揭露防止翹曲，故原證4、5具功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項3之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

七、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

　㈠系爭專利請求項4依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0102】段揭露「加熱晶圓W的第二溫度T2（200℃~270℃）僅為示例，可以根據不同條件任意設定」。其中「第二溫度T2（200℃~270℃）」可對應系爭專利請求項4「其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項4「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該第一預定溫度之設定介於60℃至1500℃的範圍」全部技術特徵，原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲（原證4實質隱含，原證5直接揭露），故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項4之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

八、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

　㈠系爭專利請求項5依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0075】段揭露「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫，以將晶圓W冷卻到第三溫度T3……此時，晶圓W的冷卻速率例如設定為1.5℃/sec以下。在此，如果快速冷卻晶圓W，接合的晶片C可能會翹曲，但如此緩慢地冷卻晶圓W可以抑制晶片C的翹曲」。雖然原證5說明書第【0075】段所記載之技術內容與原證5圖15、16所揭露者分屬不同實施例，惟其均係相似的接合製程，包含升溫、維持、降溫的步驟，T3在前開二實施例中都代表降溫階段的溫度，況系爭專利說明書通篇均未記載將處理腔室內之第二預定溫度控制在大於25℃至等於100℃的範圍究竟有何不可預期之功效，故原證5「將加熱機構151的溫度下降到第三溫度T3，例如室溫」可對應系爭專利請求項5「其中該處理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項5「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該第二預定溫度之設定在大於25℃至等於100℃的範圍，且該第二預定溫度小於該第一預定溫度」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項5之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。　　

九、原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

　㈠系爭專利請求項6依附於請求項1，包含請求項1全部技術特徵，而請求項1不具進步性，已如前述。

　㈡原證5說明書第【0086】段揭露「將晶圓W保持在與載置台150上方分離的狀態，將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa（圖15的步驟B2）……」其中「將處理腔室100的內部逐步加壓至第二壓力P2，例如0.9MPa」經換算後約為8.88atm，故可對應系爭專利請求項6「處理腔室內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓(atm)的範圍」。

　㈢綜上，原證4、5之組合已揭露系爭專利請求項6「如請求項1之利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法，其中該處理腔室內之該預定壓力之設定在大於1.3大氣壓(atm)至小於100大氣壓(atm)的範圍」全部技術特徵。原證4、5均揭露提高處理腔室內之壓力至特定值，其作用均是要防止晶片翹曲(原證4實質隱含，原證5直接揭露)，故具有功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者當有充足動機能組合原證4、5之技術內容以完成系爭專利請求項6之發明，故原證4、5之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。　　

十、原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定：

　㈠原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」又行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」　　

　㈡原處分作成時之專利審查基準（2019年版）第五篇第一章「專利權之舉發」4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。......職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查。」4.4.2「通知專利權人答辯之義務」：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。」

　㈢比對參加人所提之舉發理由書及原處分引用原證4、5之內容：

　　⒈舉發理由書引用原證4說明書第【0012】、【0055】至【0062】、【0063】-【0068】段，原處分則引用原證4說明書第【0066】、【0061】段，故原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證4之範圍。

　　⒉舉發理由書引用原證5說明書第【0064】段（用於解釋圖8和圖9中所示的接合過程）、第【0066】至【0074】段（配合圖8和圖9，用於說明步驟 A3-A5《等溫加壓、等壓升溫、等溫等壓》）、第【0072】段（特別是第1至2行，描述加熱機構151的溫度上升以及晶圓W的加熱過程）、第【0075】段（描述步驟 A6《持壓降溫》，包括加熱機構151 溫度降低、晶圓W冷卻以及第三溫度T3的設定）、【0089】 段（用於說明在工序B2中，晶圓W如何被間接加熱）、圖8、圖9（流程圖和說明圖，用於說明接合過程中的壓力、溫度變化）、及圖10（用於說明接合工序中晶圓W的狀態）。原處分則引用原證5說明書第【0066】、【0069】、【0072】、【0073】、【0075】、【0076】、【0089】段、圖8及圖9。故除第【0076】段外，原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證5之範圍。

　　⒊原證4與原證5為同一申請人，二者核心發明內容（利用可密閉處理腔室、載置台、加熱機構及氣體供給機構，通過加熱和加壓氣體實現晶片與基本結合避免基板翹曲）、裝置核心結構（兩者代表圖均為圖7且結構標號完全一致）、基本操作原理具有高度相似性，僅在製程中的溫度、壓力施加時序上存有差異。原處分第8至9頁之理由㈤、⒈、⑹已敘明原證4、5具高度關聯性，旨在說明原證5與原證4所揭露技術內容的互通性，二者說明書技術內容高度相同甚至部分完全相同，故將原證5與原證4共通之技術內容與系爭專利請求項1部分元件進行比對，難謂逾越參加人原舉發理由範圍（例如原證5與原證4都揭露防止基板翹曲的技術內容，均可對應系爭專利請求項1要件編號1A；原證5與原證4都揭露一處理腔室100，均可對應系爭專利請求項1要件編號1B）。縱經本院審酌後未採用原證5實施例一（圖9），而原證5另一實施例二（圖16）已揭露與系爭專利請求項1要件編號1C、1D完全相符之製程，此業經本院依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，命當事人就原證5圖16表示意見，本院即得以之為裁判基礎（如前第四、㈠、⒉項所述），故原告前開主張理由即不足採。

　㈣參加人於舉發階段提出原證4至原證6，雖未具體指明何者為最接近之先前技術，然觀諸其所主張之具體事實，以及對各具體事實與證據間關係之敘明，參加人當時應係以原證4為主要引證，以原證5、6為其他引證。而依原處分第4至16頁之理由「㈤爭點之判斷」，被告則以原證5為主要引證，以原證4、6為其他引證。固然參加人之舉發理由與被告所為之原處分，就主要引證及所為技術特徵比對有別，惟本件存在原證4至原證6之多數引證案，各引證如何結合，本屬參加人已提出之理由及證據，專利專責機關即被告在舉發聲明及爭點範圍內本得予以判斷，並無原告所指職權審查之情事，則被告於原告與參加人為陳述後，於比對時係依據舉發理由與證據所揭示之技術特徵為整體比對，作成原處分，並無原告所稱未予原告限期答辯機會，被告無裁量空間，違反專利法第75條及行政程序第102條規定之情事。再者，參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證（本院卷二第150頁），本院業已逐項就各爭點詳列明細命當事人陳述意見，並於準備程序及言詞辯論程序詳由當事人言詞辯論，是以兩造及參加人對於此爭執，已於本院審理時為充分攻防，本院認定無論主要引證為原證5或原證4，經整體技術特徵比對，原證4及原證5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

　㈤專利經提出舉發者，專利權人即應自行評估是否提出更正，尤其是可能舉發成立之專利權，專利權人提出更正，如符合更正相關規定，可能使該專利獲得存活之機會，就行政訴訟中應否保障專利權人之更正權，涉及專利權人、舉發人及社會公眾間相互對立之利益權衡，同時攸關當事人紛爭一次解決及訴訟經濟之考量，現行智慧財產案件審理制度，法院於民事事件對於專利有效性得自為判斷，且於行政事件得審理同一撤銷理由之新證據（智慧財產案件審理法第41條、第70條規定參照），為調和各方利益保障，並維護程序之公平，本院曾詢問原告主引證為原證4或原證5，對於技術認定有無差別？假設原告於原處分階段知悉以原證5為主引證，原告有無更正可能性？原告主張主引證不同，在思考上一定有所不同，且抽象上一定會有更正可能性，就本件具體個案上需與當事人討論等等（本院卷二第151頁），嗣具狀稱因其已無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，其更正利益當然受到影響，被告程序瑕疵並不會因訴願程序或訴訟程序給予陳述意見機會即當然補正云云。因本件被告及參加人仍援引原舉發證據，本院已曉諭爭點並賦予當事人就系爭專利之有效性充分辯論機會，亦詢問原告有無更正可能性，經其自行評估後復未表明其更正專利權之具體需求，本院自得依全案事證直接判斷系爭專利之有效性，毋庸發回命被告再就主引證選擇之順位另為處分之必要。　　

　㈥原告又主張原處分逕自引用第TZ000000000A、CZ000000000A、CZ000000000A號案為輔助證據，認定系爭專利請求項2不具進步性，逾越參加人主張理由及證據範圍，未通知原告答辯云云。

    ⒈原處分作成時之專利審查基準（2017年版）第二篇第三章「專利要件」3.6「審查注意事項」第⑸點規定；「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章3.2.1「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」）時，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由。」

    ⒉原處分第12頁之理由㈤、⒉、⑵認為系爭專利請求項2所界定之用以抑制材料翹曲之加壓氣體為一空氣及/或一氮氣係一般知識(參本院卷一第68至69頁)，為符合發明專利審查基準前開規定充分敘明理由，被告機關提供三個系爭專利之先前技術（即TZ000000000A、CZ000000000A、CZ000000000A）作為輔助證據用以說明在系爭專利申請前，以空氣或氮氣作為加壓氣體已為該技術領域文獻多次揭露，屬一般知識，已符合前開發明專利審查基準之規定，況被告亦於同段陳明「以上先前技術之專利文獻，係用以佐證處理腔室之加壓氣體使用空氣或氮氣僅係該技術領域於申請當時之通常知識，其用以證明證據1所揭露加壓氣體之輔助證據，非為比對系爭專利之新證據」，故原告前開主張委無可採。

　㈦至原告主張被告未於舉發階段命參加人提出原證5全文中譯本即作成原處分，並援引最高行政法院104年度判字第78號行政判決見解為據。然專利審查基準第五篇第一章「專利權之舉發」4.3.2.2.2.2「外文證據與其中譯本」規定：「證明文件為外文者，審查時，認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要。中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證據審究之。」準此，就外文證據之中譯本，審查人員如認無必要，即無需通知舉發人檢附，且中文譯本若與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，舉發人員仍應依證據審究之，並非將該外文證據予以排除。又前開最高行政法院判決指明該案參加人未提出正確之中譯本，致舉發審定處分、訴願決定及一審法院判決均基於錯誤之引證事實，且足以動搖其判斷基礎，其結論自難其正確，故而廢棄一審判決，與本件參加人雖至本院審理時始提出中譯本，但未影響就原證5之技術判斷之正確性有所不同。故原告此部分主張尚無可採。

、綜上所述，經整體技術特徵比對，原證4、原證5之組合或原證4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性，且原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定，被告所為上開系爭專利請求項舉發成立之處分，即屬合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果 無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 　　　　

柒、結論：   　

　　依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　　　

中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　28　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形 所  需  要  件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。  

中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　9 　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷



